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요약

본 발명은 반도체 웨이퍼에 대한 신뢰성 선별을 행하기 위한 시스템 및 그 선별 방법에 관한 것으로, 특
히 높은 평면성 장치 및 웨이퍼 레벨 번인(WLBI), 다이스 다이 번인(DDBI), 패키지 다이 번인(PDBI)을 포
함하는 그 이용 방법에 관한 것이다. 번인 시스템은 웨이퍼, 다이스 다이 및 패키지된 전기 성분들을 선
별하기 위해, 평면 베이스, 임시의 Z축 접속 부재 및 전기적으로 서로 결합된 Z축 웨이퍼 레벨 접촉 시트
를 갖는 번인 기판을 포함한다.  

대표도

도5

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 복수개의 집적 회로 칩이 형성된 웨이퍼를 설명하기 위한 도면이며, 각 칩은 칩에 대한 전기적 접
속용으로 성형된 콘택 패드를 포함한다. 

도 2는 웨이퍼를 접촉하기 이전의 박층식 콘택 시트의 도전 범프를 갖는 웨이퍼 레벨 번인용 번인 장치를 
설명하기 위한 도면이다.

도 3은 웨이퍼의 콘택 패드와 함께 밀착 접촉된 도 2의 박층식 콘택 시트의 도전 범프를 갖는 번인 장치
를 설명하기 위한 도면이다.

도 4는 테스트시, 웨이퍼와 박층식 콘택 시트 사이의 밀착 접촉이 팽창 가능한 블래더에 의해 제어되는 
번인 장치의 다른 일실시예를 설명하기 위한 도면이다.  

도 5는 본 발명에 따라 상단에는 균일화하기 위한 더미 층을 갖고, 하단에는 굳(good) 회로층을 갖는 베
이스 유닛을 설명하기 위한 도면이다. 

도 6은 신호 층, 저 CTE 베이스 층, 5개의 균일화층을 갖는 베이스 유닛을 설명하기 위한 도면이다. 

도 7은 유전체 층을 통해 비아 홀 및 콘택 패드를 나타내는 패드층의 수직 절단면도이다.

도 8은 유전체 층상에 신호 트레이스를 설명하기 위한 신호층을 나타내는 도면이다. 

도 9는 저 CTE 베이스층을 통해, 그의 성분층을 설명하기 위한 수직 절단면도이다. 

도 10 내지 12는 불규칙 Z축 경로가 오픈 셀, 다공성 기판을 통해 확장하는 형상을 구조적으로 나타내는 
도면이다. 

도 13은 기판의 두께를 관통하여 확장하며, 도전 표면 콘택에 종단되는 절연, Z축 도전 경로를 갖는 다공
성 기판을 설명하기 위한 도면이다. 

도 14는 70%의 기공량, 76㎛의 두께, 0.22gm/㎤의 밀도를 갖는 준비된 Z 축 물질이 이용된 ePTFE 물질에 
대한 SEM(주사식 전자 현미경:Scanning Electron Micrograph) 사진이다. 

도 15는 20%의 기공량, 40㎛의 두께, 0.40gm/㎤의 밀도를 갖는 준비된 Z 축 물질이 이용된 ePTFE 물질에 
대한 SEM 사진이다.

도 16은 70%의 기공량, 100㎛의 두께, 0.35gm/㎤의 밀도를 갖는 준비된 Z 축 물질이 이용된 ePTFE 물질에 
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대한 SEM 사진이다.

도 17은 70%의 기공량, 150㎛의 두께, 0.20gm/㎤의 밀도를 갖는 준비된 Z 축 물질이 이용된 ePTFE 물질에 
대한 SEM 사진이다.

도 18은 Z축 물질상에 있는 8mil 패드를 나타내는 도면이다.

도 19는 Z축 물질상에 15mil의 피치를 갖는 8mil 패드의 어레이를 나타내는 도면이다.

도 20 내지 34는 본 발명의 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트를 형성하는 공정 수순을 설명하기 위한 도면이
다.  

도 35는 본 발명의 웨이퍼 레벨 콘택 시트상에 형성된 범프의 SEM 사진이다.

도 36은 본 발명의 웨이퍼 레벨 콘택 시트상에 도전 범프를 형성하기 위한 비아 및 주변의 포토레지스트
를 확대한 도면이다.

도 37은 절연된 도전 범프 및 그의 크기를 설명하기 위한 도면이다.

도 38은 준비된 접착제-충진제 혼합 물질이 이용된 ePTFE 물질에 대한 SEM 사진이다.     

〈도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명〉

1 : 반도체 웨이퍼

2 : 칩

3 : 콘택 패드

6 : 번인 장치

7 : 베이스 유닛

8 : Z축 부재

9 : 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트

10 : 테스트 신호 발생기

11,12 : 상하단 표면

13,14 : 제1,2 단자

15 : 척

16 : 지그

17 : 기구

18 : 범프

20 : 콘택 패드

21 : 압축핀

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 웨이퍼들을 신뢰성 있게 선별하기 위한 시스템 및 그 선별 방법에 관한 것으로, 특히 
매우 평면적인 번인 장치 및 웨이퍼 레벨 번인(WLBI), 다이스 다이 번인(DDBI), 패키지 다이 번인(PDBI)
과 같은 그 이용 방법에 관한 것이다.  더욱 상세하게, 본 발명은 웨이퍼, 다이스 다이 및 패키지 전기 
성분들을 선별하기 위해, 평면 베이스, 임시의 Z축 접속 부재(member) 및 전기적으로 서로 결합된 Z축 웨
이퍼 레벨 콘택 시트를 갖는 번인 기판을 포함하는 번인 시스템에 관한 것이다.

집적 회로 칩을 제조하는 반도체 제조 업자는 처음에 반도체 웨이퍼를 먼저 제조함으로써 그 공정을 시작
한다.  각각의 웨이퍼는 통상 100㎜, 125㎜, 150㎜, 200㎜ 또는 300㎜의 지름을 가지며, 웨이퍼에는 한개
에서 부터 수천개의 칩이 포함된다.  웨이퍼의 제조가 완성되면, 칩 또는 다이는 절단되거나, 또는 웨이
퍼로부터 다이스 된 후에, 인쇄 회로 기판 또는 다른 장치들에 실현되기 위하여, 단일 칩 또는 다중 칩 
패키지에 장착된다.  

웨이퍼의 제조가 완성되면, 통상의 방법으로 웨이퍼상의 각각의 칩을 테스트하여, 제조된 각각의 칩이 전
기적으로 설계 기준과 부합되는지, 칩이 이용되는 시스템의 작동 기준에 부합되는지, 신뢰성 있는 동작을 
행하는 지의 여부를 결정한다.  만일, 칩에 대한 전기적 테스트 및 신뢰성 테스트에 의해, 페일이 판정되
면, 이 칩은 칩내에 설계될 수 있는 리던던시 회로를 활성화시키거나, 해당 칩을 교정하지 않는 이상 시
스템의 실행에 있어 적합하지 않게 된다.  칩의 성능 테스트는 다른 장치 및 세일된 가격에 적합하게, 고
속으로 칩을 분류하기 위한 다른 범주가 이용될 수 있다.

신뢰성 테스트는 바람직하지 않은 단축된 수명을 갖는 칩들을 선별한다.   통상적으로, 상당한 퍼센티지
의 칩 그룹은 제조 공정 동안의 한계적인 조건들 때문에, 그들의 수명이 단축되어 페일된다.  그러므로, 
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그 그룹의 매우 작은 퍼센티지만이 사용자가 칩을 이용하고 있는 기간에 페일된다.  반도체 칩의 신뢰성 
선별 공정은 통상적으로 칩상의 와이어 및 모든 장치를 반복적으로 자극하는 테스트하에서, 테스트 신호 
형태를 칩에 공급하는 과정에 의해 수행되고, 통상 상승된 온도로 6 개월간의 동작을 시뮬레이션한다.  
이러한 선별 공정을 번인이라 칭한다.

칩에서의 번인 공정은 페일의 가속화를 인의적으로 유발시키는 것도 있다.   그러한 페일의 두가지 예는 
즉, 게이트와 정션 사이의 계면과, 제조 공정 동안에 기형 처리된 금속 와이어에 페일을 유발시킨 오염원
이 있으며, 여기서 기형 금속 와이어는 기술 및 시간에 의해 변경될 수 있지만, 현재 0.35㎛의 설계 폭에 
약 50%에 해당하는 매우 얇은 영역으로 넥다운(neck down)된 것이다.  이러한 넥다운 영역에서의 금속은 
잘 알려진 전자 이동 메카니즘에 의해, 전류 흐름 방향으로 이동하려는 경향이 있으며, 이때의 이동 속도
는 전류 밀도에 직접 비례하며, 상승된 온도에 의해 가속화 하게 된다. 충분한 전자 이동이 이루어진 후
에, 개방 회로 상태에서의 금속의 넥다운 현상이 발생되며, 소정의 테스트 신호 패턴에 의해, 국부적인 
페일이 유발된다.  전계 효과 트랜지스터(FET) 기술을 이용하여 형성된 트랜지스터의 게이트 산화막 영역 
또한 신뢰성 페일을 발생시키는 근원이 되기도 한다.  트랜지스터의 게이트 산화막의 두께는 정확한 허용
치의 범위내에서 조절되어야만 한다.  칩상의 하나 이상의 트랜지스터의 게이트 산화막 영역이 너무 얇게 
제조되었다면, 테스트 패턴이 칩에 인가될 때에 칩내의 전계가 너무 높기 때문에, 그 게이트 산화막은 파
괴되어 버린다.  이와 같은 게이트 산화막의 파괴로 인해, 테스트 패턴의 출력에 의한 페일 판정이 나타
나게 된다. 

번인 공정은 전술한 바와 같이 매우 유용한 반면에, 반도체 제조에 있어 많은 시간과 비용이 소요된다.  
현재의 번인 테스트 공정은 통상적으로, 24 시간 내지 168 시간 동안, 약 90℃ 에서 125℃ 사이의 온도 
조건으로, 집적 회로상에서 수행된다.  이와 같이 시간이 많이 소모되는 신뢰성 테스트는 대량으로 반도
체 제품을 생산하는 데 방해 요소가 되며, 막대한 비용이 추가로 소모된다. 

다수의 제조 업자들은, 복수개의 다이스 칩들이 칩 패키지 상태로서, 소켓속으로 들어가게 되는 번인 보
드(burn-in board)를 생성함에 의해, 번인 공정의 처리 지연을 줄이는 방안을 제시하고 있다.  한편, 테
스트 보드에의 각 칩들은 상승된 온도에서 동시에 테스트 패턴이 적용된다.  따라서, 다수의 칩들은 일시
에 번인되는 것이다.  이러한 시스템은 대량의 칩들을 번인 테스트하는 데에 소요되는 시간을 효과적으로 
단축시킨다.  하지만, 결함이 있거나 신뢰하지 않은 칩들을 패키징 하는데에 있어 소모되는 추가의 비용
은, 공지된 전술한 번인 공정의 사용을 기피하게 하는 요인이 된다.

베어 다이 번인(이하 BDBI ;Bare Die Burn in)은 멀티 칩 모듈(MCM ; Multi Chip Module) 및 이와 다른 
베어 다이 장치, 예컨대 칩 온 보드(COB ; Chip On Board)에 대한 넌 굳 다이(KGD ; Known Good Die)를 
제공하는 데 필요하다.  베어 다이 번인 처리 없이, MCM(이와 다른 베어 다이 장치)의 수율은 심각하게 
떨어지게 되며 결국, 보다 높은 비용이 소모된다.  현재의 BDBI 는, 베어 다이가 임시의 패키지에 놓여지
게 된 후, 번인 테스트가 행해지는 텍사스 인스투르먼트사의 다이 메이트(상표 등록명) 제품에 의해 상용
화되고 있다.  이러한 공정에서, 필요 조건인 정렬, 단계들의 처리등은, 가격을 상승시키고 있으며, 공정
이 복잡해지고, 넌 굳 다이 또는 신뢰성 있는 베어 다이를 제공하기 위해서는 많은 시간이 소요된다.

번인 공정의 처리 시간을 개선하는 다른 기술 중에는, 절단되지 않은 집적 회로 또는 칩을 포함하는 전체 
웨이퍼의 일부 또는 전체에 대하여 번인을 행하는 공정이 있다.  이러한 공정은 웨이퍼 레벨 번인(WLBI)
으로 잘 알려져 있다.  웨이퍼 레벨 번인 공정에 있어서, 테스트 장치로부터의 전기 단자는, 하나 또는 
그 이상의 칩의 콘택 패드와 밀접하게 접촉되어야 한다.  하지만, 테스트 장치의 전기 단자의 편면성에 
대한 문제와 더불어, 테스트시에, 웨이퍼 및 테스트 장치 사이의 열 팽창율 계수의 불합치와 같은 문제가 
있다.  

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이러한 문제들을 해결하기 위한 새로운 기술들이 여러 해에 걸쳐 제시되고 있다.  예를들어, 이 산업 분
야에서는 내부의 INVAR 시트의 외측에 고압, 고온의 구리 박편이 있는 CIC 로서 알려진 물질을 이용하고 
있다.  이러한 물질의 결점 중에 하나는, 획득될 수 있는 최대 두께가 62mil 시트라는 데 있다.  두 번째 
결점은, CIC 를 제조하기 위해서는, 큰 스풀(spool)속에서 롤링(압연)하는 데 있다.  그러므로, 그 스풀
내에서와, 그 스풀 밖에서의 물질은 다른 가소성 변형을 가지게 되며, 결국 다른 곡률을 갖게 된다.  

롤링된 CIC 가 갖는 다른 결점은, 원하는 두께와 높은 평면성을 구현하기 위해서, 4 조각의 CIC 가 함께 
박층되어야 한다는 데 있다.  심지어, 더 많은 수의 CIC 층이 요구되기도 하는데, 이는 2개의 층은 굽혀
질 수도 있고, 하나는 축소될 수도 있기 때문이다.  이러한 현상에 의해, 한 방향 또는 이와 다른 방향으
로의 불균형이 초래된다.  그래서, 많은 수의 CIC 시트 즉, 2,4 또는 6 개 이상의 시트가 있어야만 한다.  
많은 시트의 CIC를 이용하는 데에 대한 결점은, CIC 가 매우 조밀하기 때문에, 베이스가 두꺼워지면 질수 
록, 보다 무거워지는 데 있다. 

제조 동안에, CIC 시스템의 또 다른 단점은, INVAR 36 의 양면상에 있는 개별 구리 조각이, 롤러를 통한 
박층 공정에 영향을 받는 데 있다.  이러한 공정 동안, 상단, 하단의 구리의 두께가 변화하게 된다.  다
른 두께를 가짐에 의해, 상단으로부터 하단까지의 응력 차이로 인한 뒤틀림이 발생하며, 이것은 열 팽창 
동안에 매우 심각한 결과를 초래하게 한다.  CIC의 두께 또한, 전술한 공정에 의해 변화될 수 있다.  균
일한 두께를 갖는 CIC를 위해서는 기계식 처리를 행할 수 없다.  그 이유는 CIC의 양측 중, 어느 한측 보
다 다른측에 더 많은 기계식 처리가 행해질 수 있기 때문이다.  CIC 시스템의 또 다른 단점은, 구리와 같
은 가장 높은 열 팽창 계수(CTE)를 갖는 물질이 양외측에 있다는 데 있다.  이로 인해, 보다 큰 응력이 
CIC 에 발생하게 된다.  웨이퍼를 접촉하는 데 이용되는 하나의 기술은 S 모양의 프로브(probe) 또는 포
고(상표 등록명)핀과 같은 전기 단자를 포함한다.  S 모양의 굴신 가능한 와이어 프로브에 의해, 테스트 
장치는 웨이퍼에 근접하게 도입될 수 있으며, S 모양의 프로브는 그 테스트 장치에 반대 방향으로 향하게 
압축된다.  웨이퍼에 대한 테스트 장치의 크기는, 테스트 장치 및/또는 웨이퍼와의 평면성이 부족함에도 
불구하고, 각각의 S 모양의 프로브 및 웨이퍼의 칩에 있는 콘택 패드 사이의 접촉을 보장하도록, 변화될 
수 있다.  하지만, S 모양의 프로브는 웨이퍼상의 칩에 있는 콘택 패드와 정렬시키기 어렵다.  그 이유는 
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상기 프로브들은 X,Y 변위 뿐만 아니라, Z 방향의 압축이 다르기 때문이다.  또한, 이용되는 복수개의 핀
들은, 다이 당 콘택 및 웨이퍼 당 다이수에 의존하면서, 약 20,000 내지 40,000 이상이 될 수 있기 때문
에, 비정렬되거나, 불합치된 핀들이 증가하게 된다.

포고(상표 등록명) 핀은 S 모양의 프로브와 유사한 결점을 갖는다. 

비록, 포고(상표 등록명)핀은 압축 가능하여, 테스트 시, 웨이퍼와 번인 기판 사이에의 평면성 부족을 어
느정도 보상할 수 있더라도, 포고(상표 등록명)핀은 고정물로서 제자리에 그들을 지지해야 하기 때문에, 
정렬성이 떨어지게 된다.  기계적 도구 처리는 정상 허용치에 기인한 약간의 다른 위치의 구멍들을 가질 
수 있다. 

웨이퍼 레벨 번인에 대한 또 다른 기술은 발명자 터커만에게 허여된 미국 특허번호 제5,541,524호에 기재
되어 있다.  여기에는 코인(coin) 처리된 금속성 콘택 패드를 갖는 번인 기판을 생성하는 과정이 개시되
어 있다.  그 결과로서, 코인의 상단에 땝납이 형성된다.  이후, 땝납의 상단은, 번인 테스트 공정 동안, 
칩 패드와 함께 접촉된다.  여기서, 땝납의 상단은 실질적으로 평탄하지 않을 수도 있으며, 칩 패드와 접
촉할 때 변형되어야만 한다.  그러므로, 칩 패드와  모든 땝납 상단 사이의 접촉을 달성하기 위해서는 압
축력이 인가되어야 하지만, 이로 인해 칩 패드의 일부의 손상이 발생하게 된다.  더욱이, 땝납 상단은, 
번인의 일체성을 보장하기 위해, 반구체가 되게 후방으로 녹이는 처리가 주기적으로 반복되어야만 한다.  
하지만, 이러한 것은 테스트 장치 보다 작은 웨이퍼를 테스트하는 데 국한하여 이용될 수 있다.  최근에, 
이러한 시스템은, 테스트 장치가 200㎜ 웨이퍼 상에 제조될 경우, 오직 150㎜ 웨이퍼를 테스트 할 수 있
기 때문에, 200㎜ 웨이퍼를 테스트하는 데에 대한 해결책을 제공하지 못하고 있다. 

웨이퍼 레벨 번인에 관련된 또 다른 기술은 발명자 리틀베리등에게 허여된 미국 특허 번호 제4,968,931호
에 개시되어 있다.  여기서, 복수개의 콘택 패드를 갖는 굴신 가능한 막 형태의 프로브는 매팅 칩 패드와 
함께 구성된 집적 회로를 갖는 웨이퍼의 대향하여 압축된다.  팽창 가능한 블래더(inflatable bladder)가 
굴신가능한 부재(member)인 프로브 후방에 위치되어, 프로브 콘택 패드가 칩 콘택 패드에 접촉하게 된다.  
하지만,  이  블래더는  평면성에  있어서의  전체  불균일  정도만을  보상하는데  국한된다.   블래더가 
팽창되면, 전술한 막 형태가 확장되어, 접촉 점이 움직이게 된다.  결국, 정렬이 어렵게 된다.  또한, 웨
이퍼로부터의 신호를 테스트 전기 장치에 가하기 위한 트레이스(trace)의 수가 제한되므로, 복잡한 시스
템의 실현에 제한을 받게 된다.  게다가, 이 시스템은 높은 열 팽창 계수를 가지며, 결국 열적 에이징
(thermal aging) 동안, 위치의 변화가 발생될 수 있다.   

따라서, 본 발명의 목적은 보다 높은 평면성 및 유동성을 가짐과 동시에, 웨이퍼상의 칩 패드와 접촉하기 
위한, 소자 콘택들의 구조적인 일체성을 유지하는 웨이퍼 레벨 번인 장치를 제공함에 있다.

본 발명의 다른 목적은 땜납 리플로우(reflow) 또는 정제(cleaning)할 필요성 없는 번인 시스템을 제공함
에 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 균일한 배열, 정확한 배치, 구조적인 일체성으로서, 테스트 시, 보드 또는 웨
이퍼의 콘택을 접속하기 위한 범프(bump)와 같은 콘택을 갖는 번인 장치를 제공함에 있다. 

본 발명의 또 다른 목적은 테스트 시, 150℃ 높게는 200℃의 상승 온도에서, 큰 지름의 웨이퍼를 성공적
으로 번인할 수 있게, 웨이퍼와 일치된 낮은 열팽창 계수의 베이스를 갖는 번인 장치를 제공함에 있다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명은 반도체 웨이퍼 상에서, 높은 평면성의 번인 장치를 이용하는 신뢰성 선별 공정을 행하기 위한 
시스템 및 그 방법에 관한 것이다.  번인 장치는, 높은 평면성의 베이스를 갖는 번인 기판 유닛과, 선택
적 엘라스토머를 포함한 유동성, 반복 사용 가능한 Z 축 부재 유닛과, 반복 사용 가능한 Z 축 박층 웨이
퍼 레벨 콘택 시트 유닛을 포함한다.  

번인 기판과 웨이퍼 레벨 콘택 시트는, 샌드 위치 모양으로 형성된 유동성 Z 축 부재의 두께를 통해 확장
하는 불규칙한 모양의 도전성 Z 축 경로를 관통하여, 서로 전기적으로 접속된다.  Z 축 경로는 X 축 및 Y 
축 방향으로 서로 전기적으로 절연된다.  

번인 기판으로부터의 테스트 신호는, 선별되고 있는 성분들에 접촉되어 있거나, 정합되어 있는 웨이퍼 레
벨 콘택 시트의 하단 표면상의 범프를 통해, 선별되고 있는 성분들에 전송된다.  각 범프의 상단 단부에
는 4mil에서 8mil의 패드를 갖고 있으며, 실질적으로 평면 배열을 하는 팁(tip)으로 종단되며, 그 표면 
지름은 약 0.25mil 및 2mil(약 8내지 50㎛)이고, 바람직하게는 0.5mil 내지 2mil(약 12내지 50㎛)의 표면 
지름을 갖는다.  결국, 팁 크기에 대한 패드의 크기 비는 2:1 내지 32:1 사이이며, 바람직하게는 4:1 내
지 32:1 사이가 된다.  

박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트 유닛은 상하단 표면을 가지며, 그 하단 표면상에는 복수개로 균일하게 배
열된 도전성 범프들이 전기적 성분 또는 집적 회로의 콘택 패드에 대응하게 정렬되어 있다.  범프 팁은 
반도체 성분의 콘택 패드상에 형성된 산화막층을 관통하는 데 충분한 기하학적 배열을 갖는다.  박층식 
콘택 시트는 상단 표면상에 형성되며, 선택적 도전 Z축을 갖는 오픈 셀, 다공성 층을 통하여, 도전 범프
에 대응하게, 서로 전기적으로 접속된 복수개의 콘택 패드를 추가로 포함한다. 

베이스 유닛은 그의 상단에 배치된 균일층들과, 그의 하단에 배치된 회로층을 갖는다.  베이스 유닛은 직
선 피트 당 0.01 이하의 평면성을 가지며, 바람직하게는 0.01의 평면성을 갖는다.  균일층은 회로층과의 
높이를 조율하고 상쇄하기 위해 더미 층을 포함할 수 있다.  복수개의 제1 및 제2 단자는 회로층의 일부
를 형성함과 동시에, 제1 단자는 선택적으로 엘라스토머를 포함 할 수 있는 유동성, 선택적 도전성인 Z축 
부재에 접속된다.  제2 단자는 제1 단자와 테스트 신호 발생기에 접속 가능하다. 

선택적 Z축 도전 유동성 부재는, 웨이퍼 레벨의 박층식 콘택 시트 유닛의 상단 표면과 베이스 유닛의 하
단 표면 사이에 위치된다.  선택적 도전 부재는, X축 및 Y축 방향으로 전기적으로 절연된 교차 영역을 수
직 한정하는 X, Y, Z축을 갖는 평면성, 오픈 셀, 다공성 물질을 포함한다.  교차 영역은 그 물질의 일측
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으로부터 다른 측으로 확장하며, 도전 금속을 덮어, 제1 단자를, 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트 유닛상의 
콘택 패드에 대응하게, 전기적으로 결합할 수 있다. 

본 발명의 선택식 도전 부재는 다공성 물질의 엘라스토머를 포함할 수 있다.  엘라스토머가 다공성 기판
을 결합하는 데 이용될때, 이 임시의 부재(member)는, 엘라스토머가 부족한 Z 부재 보다 더 많은 반복 사
용이 가능하게 되며, 유동성이 더 적게 된다. 

일반적으로, 전기 성분에 대한 번인 선별 공정은, 온도 제어 분위기에서 위치 설정된 번인 유닛을 포함하
여, 하향하는 도전 범프를, 선별되는 전기 성분의 도전 패드에 대응하게 결합시킬 수 있다.  테스트 신호
가 발생할 경우, 이 신호는 번인 유닛을 경유하여 전기 성분의 도전 패드에 전송된다.  선별 공정은 바람
직하게는 8 시간에서 24시간 동안, 통상 8 시간에서 168 시간 동안, 바람직하게는 125℃ 및 200℃이지만, 
적어도 90℃의 온도에서 행해진다.  선별 공정의 시간은 번인 온도, 낮은 온도, 번인 시간의 길이에 의존
하게 된다.  테스트 신호는 상기 단자로부터, 도전 범프를 관통하여, 제1 단자, 제1 세트의 Z 축 도전 경
로, 제2 세트의 Z 축 도전 경로로 전송된다.  

더 구체적으로, 본 발명은 집적 회로 또는 반도체 웨이퍼와 같은 전기 성분을 번인 선별하기 위한 시스템
을 제공하는 것으로서, 여기서 웨이퍼는, 이 웨이퍼 +/-3ppm의 열팽창 계수와 일치되는 열팽창 계수와, 
직선 피트당 0.01 인치 보다 작은 평면성으로 이루어진 베이스 부재를 갖는 번인 유닛과 접속된다.  발생
된 테스트 신호는 번인 유닛을 통하여, 웨이퍼 상의 도전 패드에 전송된다. 

본 발명은 번인 선별 절차에 관한 것으로, 여기서 상당히 평탄화된 번인 시스템의 도전 범프들은 전기 성
분의 도전 패드에 접속된다.  범프는 약 10㎛ 에서 50㎛ 사이의 지름을 갖는 팁을 포함한다. 

본 발명에 대한 현저한 특징 및 잇점은 첨부된 도면을 참조한 이하의 상세한 설명으로부터 명백해 질 것
이다.   

본 발명의 번인 장치는, (1) 높은 평탄률의 베이스를 갖는 번인 기판 유닛, (2) 선택적으로 엘라스토머를 
포함하는, 유동성, 반복 사용 가능한 Z축 부재 유닛, (3) 적층 어레이로서, 반복 사용 가능한 박층식 웨
이퍼 레벨 콘택 시트 유닛을 포함한다.  

하단부 또는 표면에 회로층과 웨이퍼 레벨 콘택 시트를 포함하는 번인 기판 유닛은, 유동성, 반복 사용 
가능한 Z축 부재 유닛이 그들 사이에 위치될때, 서로 전기적으로 결합하게 된다.  

도 1에서, 반도체 웨이퍼(1)는 복수개의 칩(2)들을 포함하고 있음을 도시하고 있다.  웨이퍼(1)는 실리콘 
웨이퍼 또는 이와 다른 적합한 물질, 예컨대 게르마늄, 실리콘 게르마늄, 실리콘 카바이드, 갈륨 아세나
이드, 셀레늄, 텔륨, InSb, BP, CdS, ZnSe, ZnTe, PbS, InP, PbSe, PbTe, InAs, GaSb, ZnS, Bi2Te3로 구성

될 수 있다.  웨이퍼(1)상의 각 칩(2)은, 테스트 동안, 전술한 바와 같은 테스트 장치와 전기 접촉되는 
복수개의 콘택 패드(3)을 갖는다.  칩(2)은 메모리 예컨대, 다이나믹 랜덤 억세스 메모리(DRAM), 주문자 
응용 집적 회로(ASIC), 아날로그 칩, 또는 이들의 조합으로 구성된 것일 수 있다.  칩(2)은 통상적으로, 
종 방향(5) 또는 열 방향(5)으로 웨이퍼 상에 정렬되어, 테스트 과정이 완료된 후, 이 칩들은 채널을 따
른 톱질에 의해, 웨이퍼로부터 절단 또는 다이스 될 수 있다.  결국, 다이스 칩들은 단일 칩 모듈(SCM), 
멀티칩 모듈(MCM) 패키징, 또는 인쇄 회로 기판(COB)상에 직접 장착함에 의해, 응용 장치로서 이용하게 
된다.  

본 발명의 번인 장치에 대한 프리 테스팅 모드(pretesting mode)는 도 2에 도시된다.  번인 장치(6)는 베
이스 유닛(7), 엘라스토머가 포함될 수 있는 유동성, 선택 도전성 Z 축 부재(8), 박층식 웨이퍼 레벨 콘
택 시트(9), 반도체 웨이퍼(1)를 수용하기 위한 척(15), 테스트 신호 발생기(10)를 포함한다.  베이스 유
닛(7)은 상당히 평탄화된 평면 구조를 가지며, 웨이퍼(1)상에 위치되고, 웨이퍼(1)의 에지까지 또는 그 
넘어로 확장된다. 

베이스 유닛은 상단 표면(11)과 하단 표면(12)을 포함한다. 

하단 표면(12)은 복수개의 제1 단자(13)와 제2 단자(14)를 포함한다.  제1 단자(13) 및 제2 단자(14)는 
베이스 유닛(7)내에서 전기적으로 서로 접속되어 있다.  제1 단자(13)는 베이스 유닛(7) 중앙에 그룹지어
져 있으며, 웨이퍼(1)상에는 칩(2)의 콘택 패드 패턴과 대응하는 패턴이 형성되어 있다.  제2 단자(14) 
또한, 베이스 유닛(7)의 하단 표면(12)에 있으며, 제1 단자(13)의 외주에 그룹지어 형성되어 있다.  제2 
단자(14)는 제1 단자(13) 주위에 원형을 형성하며, 사실상 제1 단자의 일측상에 그룹화되거나, 또는 베이
스 유닛(7)의 제1 단자(13) 그룹 밖의 전체 하단 표면(12)에 분포될 수 있다.  제2 단자(14)는 콘택을 통
해, 테스트 신호 발생기(10)에 접속될 수 있다.  지그(16)는 번인 시스템을 둘러싸며, Z 축 물질(8)로 접
촉되기 위해, 베이스(7)에 압력을 인가할 수 있는 기구(17)를 포함하고, 범프(18)를 갖는 콘택 시트(9)는 
웨이퍼(1)의 패드와 접촉된다.  범프는 도 34와 도 35에서 자세히 설명된다.  

도 3에서 도시한 바와 같이, 단자(14)와 발생기(10) 사이의 접속은, 상단 표면(20)에, 포고(상표 등록명) 
핀 또는 S 모양의 핀과 같은 복수개의 압축핀(21)이 있는 융기 부재(raised member) 단자에 의해 달성될 
수 있다.  압축핀(21)은 융기 부재를 통해, 테스트 신호 발생기(10)에 전기적으로 결합되고, 베이스 유닛
(7)상의 제2 단자(14)의 패턴에 일치하는 패턴으로 정렬된다. 

본 발명의 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)는 사실상 웨이퍼(1)과 동일한 크기를 가지며, 제1 단자(13)
에 대응하는 패턴으로 정렬된 콘택 패드(20)와, 웨이퍼(1)상의 콘택(3)을 갖는다.  단자(13)는 콘택 패드
로서, 적어도 하나의 금속층 예컨대, 구리, 니켈, 백금, 팔라듐, 코발트로 이루어지며, 미리 설정된 모양
으로, 1㎛ 와 50㎛ 의 두께 층과, 25㎛×25㎛ 와 250㎛×250㎛ 사이의 크기를 갖는다.  

박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)의 표면에 있는 콘택 패드(20)는 베이스 유닛(7)상의 제1 단자(13)에 정
렬되며, 선택 도전 부재(8)에 의해, 베이스 유닛의 하단 표면에 임시 부착된다.  선택 도전 부재(8)는, 
베이스 유닛(7)의 제1 단자(13)와 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)상의 콘택 패드(20) 사이의 전기적 접
촉을 제공한다.  
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웨이퍼 레벨 콘택 시트(9) 또한, 하단 표면상에, 0.25 mil 내지 2.0mil 지름을 갖는 팁으로 종단된 융기 
범프(18)를 갖는다.  도 34, 도 35에서 나타낸 융기 범프(18)는 인용 부호 67로서 한정된다.  융기 범프
(18)는 웨이퍼(1)상의 콘택 패드(3)에 대응하는 패턴을 가지며, 도 34에 나타낸 것과 같이, 박층식 웨이
퍼 레벨 콘택 시트(9)의 상단 표면상에 콘택 패드(20)에 전기적으로 결합된다.  

웨이퍼(1)가 척(15)상에 위치될때, 웨이퍼(1)는 정렬되어, 웨이퍼(1)상의 콘택 패드(3)의 패턴은, 박층식 
웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)상의 융기 범프(18)의 패턴에 대응하게 된다.  정렬은 복수개의 기술, 예컨대 
광학 정렬, 적외선 정렬, 엑스레이 정렬, 또는 웨이퍼(1)상의 돌출부(도시되지 않음)에 부합하는 웨이퍼 
레벨 콘택 시트(9)에 형성된 핀을 이용하는 기계식 정렬에 의해 달성될 수 있다.  웨이퍼(1)는 웨이퍼
(1)와 척(15) 사이에 발생된 진공 상태(도시되지 않음)에 의해, 기계식 지그(16,17)에 의해, 기계식 결합
으로 고정될 수 있다.  

도 3은 도 2의 번인 장치를 설명하고 있으며, 여기서 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)의 융기 범프(18)
는 웨이퍼(1)의 콘택 패드(3)에 밀착 접촉되게 한다.  또한, 베이스 유닛(7)의 제2 단자(14)는 테스트 신
호 발생기(10)상의 압축 핀(21)에 접촉되게 한다.  한편, 콘택은, 테스트 신호 발생기(10)의 압축핀(21)
에 대향하는 제2 단자(14)와, 웨이퍼(1)의 콘택 패드(3)에 대향하는 번인 장치의 융기 범프를 압박하는 
피스톤으로 제조될 수 있다.  콘택은 테스트 신호 발생기의 융기 부재와 베이스 유닛 사이의 진공을 생성
함에 의해 달성될 수 있다. 

열 공급 소자(도시하지 않음)는, 테스트 시에, 원하는 번인 온도로서, 칩(2)상의 집적 회로의 온도를 상
승시키기 위해, 웨이퍼(1)에 열을 제공하도록 척(15)내에 포함될 수 있다.  웨이퍼상의 고 전력 칩의 경
우에 있어, 테스트 시, 칩(2)에 의해 발생된 열은, 원하는 번인 온도 이상의 온도로서 집적 회로의 온도
를 상승시킬 수 있다.  이러한 경우에, 이 웨이퍼는, 척(15)내에 냉각 소자를 포함함에 의해, 또는 다른 
알려진 기술을 이용함에 의해, 웨이퍼에 냉각 공기를 제공함으로써, 그 자체의 온도를 낮출 수 있다.  한
편, 모든 지그(jig)는 온도 제어된 분위기에 위치되어, 번인 공정 동안에, 상승된 온도를 제공한다.  반
도체 제조 및 테스트 공정 동안에 온도를 제어하는 기술은 잘 알려져 있다. 

도 4는 본 발명의 다른 실시예를 설명하고 있으며, 여기서 번인 장치(6)에 인가되는 압축력은 밸브 도관
(25)을 통해, 유압원(도시되지 않음)을 갖는 팽창 가능한 블래더(24)에 의해 공급된다.  팽창은 액체 또
는 가스로서 구현될 수 있으며, 테스트 시, 웨이퍼에 대한 번인 장치의 임의의 휘어짐을 보상하는 역할을 
한다. 

본 발명의 다른 실시예에 있어서, 테스트 신호 발생기(10)는 유동성의 도전 테이프 또는 단단한 커넥터를 
포함하는 다양한 기술에 의해 제2 단자(14)에 접속될 수 있다.  제2 단자(14)는 번인 장치의 표면(12)상
에 위치되며, 웨이퍼(1) 아래의 영역내에 사실상 포함되는 패턴으로 정렬된다.  이러한 시나리오에 있어, 
번인 장치(6) 그 자체는 웨이퍼 자체 보다 큰 크기를 가질 수 없다. 

베이스 유닛

도 5에 나타낸 베이스 유닛은, 낮고 높은(또는 저,고) CTE 물질의 박층식 층을 통해 얻어진 매칭 복합 
CTE를 갖거나 또는, 낮은 열팽창 물질(CTE)로 형성된 높은 평탄율 베이스(25)를 포함한다.  베이스 유닛
은, 금속층 및 유전층을 포함하는 적층식 굳(good) 회로층(26)을 포함한다.  베이스 유닛(7)의 층(27)은, 
회로층(26)과 균형을 맞추는 데 이용되는 더미층(27)을 포함한다.  하단 표면(28)에는 제1 및 제2 단자
(13,14)가 포함된다.  

도 6은 본 발명의 베이스 유닛을 설명하는 것으로서, 굳 회로층(32), 저 CTE 베이스(31), 저 복합 CTE 또
는 매칭 CTE를 갖는 베이스(31), 밸런싱층(30)을 포함한다.  베이스 유닛(29)은 패드층(33), 3 개의 신호
층(34,36,37), 코아층(35),저 CTE 베이스층(31), 밸런싱층(30)을 갖는다.  층 33∼37은 베이스 유닛(29)
의 굳 회로층(26)을 형성한다.  3 개의 신호층(34,36,37)은 베이스 유닛(29)의 제1 및 제2 단자(13,14) 
사이의 많은 수의 신호들의 경로 선택(routing)을 용이하게 한다.  신호층 사이에서의 코아층(35)의 위치 
설정은, 각 신호층(34,36,37)상의 신호 트레이스에 대한 예견성 임피던스를 제공하며, 베이스 유닛(29)내
의 전기 잡음을 최소화시킨다.  저 CTE 베이스(31)는 베이스 유닛(29)의 열팽창을 억제하며, 베이스 유닛
(29)의 높은 평탄율을 유지시키는 역할을 한다.  비록, 굳 층(33∼37), 밸런싱층(30)은 5 개의 층을 갖고 
있지만, 그 이상 또는 그 이하의 층을 가지는 것도 가능하다. 

밸런싱층(30)은 굳 회로층(26)의 수와 동일한 수로 채용되는 것이 바람직하다.  밸런싱층은 저 CTE 베이
스(31)의  반대측상의  굳  회로층(26)내에  있는  층들에  대응하는  구리  및  유전체  밀도와  부합되어야만 
한다.  저 CTE 베이스(31)의 반대측 상의 밀도를 일치시키는 것은 베이스 유닛(29)의 평면성을 유지시키
는 데 도움이 된다.  

밸런싱층(30)은 베이스 유닛(29)의 전기적 성능에 기여할 수 없으며, 전적으로 베이스 유닛(29)의 평면성
을 유지하는 데 이용된다.  그러므로, 밸런싱층(30)은 제조상의 오류에 기인하여 긁혀지게 되는 신호층 
및 코아층과 함께 구현되지만, 저 CTE 베이스의 반대측 상의 코아층(35)와 굳 신호층(34,36,37)에 대응하
는 사실상의 유사한 밀도를 갖는다.  하지만, 밸런싱층은 추가의 굳 회로화층이 될 수 있다. 

코아층(35)은 유전체층에 박층된 도전 물질의 연속 시트와 함께 형성된다.  도전 물질은 1/2 온스 구리 
또는 1 온스 구리가 될 수 있다.  구리 대신에, 높은 CTE 를 갖는 임의의 금속, 반드시 이에 한정되는 것
은 아니지만, 예컨대 스테인레스 스틸, 몰리브덴등의 금속이 이용될 수 있다.  도전 물질의 시트는 실질
적으로 연속적인 평면성을 갖거나 또는, 도전 물질의 시트는 서로 맞물릴 수 있다.  코아층(35)은 제2 단
자(14)에 접속되어, 신호층(34,36,37)(도8에 나타냄)상의 신호 트레이스(43)로부터 잡음을 제거한 채로 
전원 또는 접지 전압과 같은 전압을 전송한다.  더욱이, 코아층(35)은, 유전체의 유전 상수, 신호 트레이
스(43)의 기하학성, 신호 트레이스(43)의 높이에 기초한 예견성 임피던스를 신호 트레이스(43)에 제공한
다.  더욱이, 코아층(35)은 신호 트레이스(43)에 유전체의 유전 상수에 기초한 높거나 낮은 예견된 임피
던스를 제공하는 역할을 하며, 신호 트레이스(43)의 기하학면과, 신호 트레이스(43)의 높이는 코아층(3
5)의 금속 평면 보다 높거나 또는 낮게 설정된다.  코아층(35)은 비아(41)에 의해 관통되어, 코아층(35)
의 반대측상의 신호층(34,36,37)과의 전기적 접촉을 가능하게 한다.  게다가, 코아층(35)은 비아(41)를 
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통하여, 패드층(33)상의 제1 단자(13)에 직접 결합되어, 테스트 시에, 전원 전압 또는 접지 전압을 공급
하는 역할을 한다. 

본 발명의 다른 실시예에 있어서, 밸런싱층(30)은 이 밸런싱상의 활성 신호 트레이스를 경로 설정함으로
써, 베이스 유닛(29)에 전기적으로 결합되며, 저 CTE 베이스(31)을 관통하는 비아(41)에 의해, 또는 C 모
양의 플렉스 회로를 양끝으로 연결함으로써 베이스 유닛(29)의 상 하단 표면을 연결함에 의해, 신호 트레
이스들은 제1 및 제2 단자(13,14)에 결합된다.  게다가, 밸런싱층(30)은 웨이퍼의 번인 테스트 처리를 유
용하게 하는 하나 또는 그 이상의 비활성, 활성 회로를 지지할 수 있다. 

도 7은 패드층(33)을 전회(invert)한 도면이다. 패드층(33)은 유전체층(39)의 반대측에 배치된 전기적 도
전 콘택 패드(38)를 갖는다.  콘택 패드(38)는 패드층(33)의 유전체층(39)의 표면(40)에 분산되며, 베이
스 유닛(7또는29)의 제1 및 제2 단자(13,14)를 충족시킨다.  패드(38)는 도시한 바와 같이, 유전체의 표
면 상에 융기되어 있으며, 원형, 직사각형, 원뿔형, 사다리꼴형과 같은 원하는 모양으로 구현될 수 있다.  
본 발명의 일실시예에 있어서, 콘택 패드(38)는 원형이며, 접촉 저항을 줄이며, 부식을 방지하기 위하여, 
외주에 금 또는 니켈로 코팅 처리된, 구리의 하단층을 이루고 있다.  하지만, 외주 물질은 값비싼 물질 
예컨대, 팔라듐, 백금으로 이루어질 수 있다.  이와 유사하게, 콘택 패드(38)의 외부 물질 층 또한, 금속 
합금 또는 임의의 비산화성 금속으로 이루어질 수 있다.  콘택 패드(38)의 구리는, 종래의 기술에서 잘알
려진 감법 에칭 공정(subtractive etch process)에 의해, 베이스 구리 포일(foil)로부터 형성되는 것이 
바람직하다.  결국, 외주 코팅은 전해 도금 또는 무전해 도금 공정을 포함하는 기술을 이용하여, 구리를 
형성할 수 있다.  비아(41)가 콘택 패드(38) 아래의 패드층(33)의 유전체층(39)내에 형성되고 있음이 도
시되어 있다.  비아홀(41)은 드릴링 및 레이저 애블레이션을 포함하는 잘 알려진 많은 기술들에 의해, 유
전체층(39)내에 형성될 수 있다.  비아(41)는 콘택 패드(38) 아래의 패드층(33)의 유전체층(39)내에 형성
되어 있음을 도면을 통해 알 수 있다.  비아홀(41)은 드릴링 및 레이저 애블레이션을 포함하는 잘 알려진 
기술들에 의해, 유전체층(39)내에 형성될 수 있다. 

일반적으로, 다양한 ePTFE-베이스 유전체층은, UV 범위에서 모드-락(mode-locked) 고상 레이저 처리를 이
용하여, 레이저 천공될 수 있으며 특히, 이러한 처리는 0.5 내지 20J/㎠ 범위의 에너지 밀도를 발생시킬 
수 있으며, 인시츄(in-situ) 처리가 가능해지고, 1,000 내지 10,000Hz의 다양한 펄스 반복율에 의해, 수
직적이면서도 동시성을 갖는 에너지 밀도의 변화가 가능해진다.  이러한 펄스 반복율의 다양성에 의해, 
40과 100ns 사이의 Nd:YAG 레이저에 대한 펄스 폭의 변화가 일어난다.  일반적으로, 초기의 애벌레이션 
단계 후에, 후단-펄스(post-pulse) 단계가 유전체의 잔여물을 애벌레이션 처리를 행하는 경우에, 펄스 밀
도는 순간 시간 주기 동안, 두배 즉, 1∼10 펄스가 일반적이게 된다. 

본 발명의 일실시예에 있어서, 블라인드(blind) 비아가 펄스 처리된 Nd:YAG 레이저와 같은 고상 펄스 레
이저로서 형성된다.  Nd:YAG 레이저로부터의 기본 출력은 1064㎜의 파장폭을 갖는다.  이 파장폭은 전자
기 스펙트럼의 적외선 부이다. 광학 조파 발생 경로에 베타-바륨 보레이트(BBO)를 적용함에 의해, 355㎚
(제3조파) 상태의 빛의 출력 및, 266㎚(제4조파)상태의 빛의 출력이 용이해지며, 그리고 이들은 자외선 
범위로 떨어지게 된다.  

355㎚와 266㎚ 파장폭은 본 발명의 박층식 기판내의 비아를 드릴링 처리하는 데 매우 적합하다.  펄스 길
이, 에너지 밀도, 펄스의 수는 형성되는 비아 형태에 따라, 그리고 박층식 기판에서 이용되는 물질의 형
태에 따라 변형될 수 있다. 

예를들어, 구리와 접착제-충진제-ePTFE 유전체의 교호층으로 이루어진 박층식 기판에서의 블라인드 비아
를 드릴링하기 위해서, 266㎚의 레이저, 1.5J/㎠ 에너지 밀도, 10μJ 펄스당 에너지, ㎠당 20메가와트의 
전력 밀도가 이용된다.  355㎚ 파장폭에 있어서, 블라인드 비아는 3.5J/㎠ 에너지 밀도, 30μJ 펄스당 에
너지, ㎠당 35메가와트의 전력 밀도로 고정됨으로써 형성된다.  355㎚ 블라인드 비아에 대한 전단-펄스 
단계는 11J/㎠ 에너지 밀도, 100μJ 펄스당 에너지, ㎠당 200메가와트의 전력 밀도의 조건으로 조정되어
야한다.  

접착제-충진제-ePTFE 유전체내에 블라인드 비아를 형성할 경우, 355㎚의 레이저, 7J/㎠ 에너지 밀도, 65
μJ 펄스당 에너지, ㎠당 100메가와트의 전력 밀도가 이용된다.  전단-펄스 단계는 11J/㎠ 에너지 밀도, 
100μJ 펄스당 에너지, ㎠당 200메가와트의 전력 밀도로의 변수가 조정되어야 한다. 

이후, 비아홀(41)은 금속 예컨대, 구리로 도금 처리되어, 패드층(33)의 상단 표면(40)상의 콘택 패드(3
8)로부터, 패드층(33)의 하단 표면(42)로의 도전 경로를 생성한다.  

패드층(33)상에는 한 개 또는 그 이상의 신호층(34,36,37)이 적층된다.  하지만, 패드층(33)은 선택적으
로 채용되며, 콘택 패드(38)는 상기 패드층(33)에서 전술한 바와 같이, 신호층상에 직접 구현될 수 있다.  
신호층(34,36,37)은 도 8에서 보인 바와 같이, 유전체층을 가로질러 형성된 복수개의 도전 단편 또는 신
호 트레이스(93)를 포함한다.  

도 8에서 나타낸 바와 같이, 신호 트레이스(43)는 제1 단자(13)와, 베이스 유닛(7또는29)의 제2 단자(14) 
사이의 도전 경로(44)를 생성한다.  신호 트레이스(43)는 감법 에칭 공정에 의해 형성되며, 구리로 이루
어지는 것이 일반적임과 동시에 바람직하다.  제1 단자(13)로부터 제2 단자(14)로 향하는 도전 경로의 완
성은,  패드층(33)의 유전체층(39)내의 비아홀(91)(도시되지 않음)로부터, 신호층상의 신호 트레이스(9
3)를 관통하며, 신호층의 신호 트레이스(93)를 가로질러 제2 단자(14)에 대응하는 패드층(33)의 유전체를 
하방으로 관통하는 또 다른 비아홀로 향하게 하는 경로를 생성함으로써 형성된다.  이와 유사하게, 제1 
및 제2 단자(13,14)는 다중 신호층의 양단을 연결하는 비아(41)와, 신호 트레이스(43)의 보다 복잡한 경
로에 의해 전기적으로 접속될 수 있다.  

도 9는 본 발명의 일실시예에 따른 저 CTE 베이스(31)를 설명하기 위한 도면이다.  베이스(31)는 3 겹의 
적층 즉, INVAR(36), 구리 및 INVAR(36), 각층(45,46,47)로 이루어진다.  INVAR(36) 대신에, 30wt.% 및 
42wt.% 사이의 니켈을 포함하는 니켈, 철 합금이 이용될 수 있다.  게다가, INVAR(36)과 층(45,47) 대신
에, 니켈 합금에 제한 받지 않는 웨이퍼 유닛 테스트 장치에 부합한 임의의 저 CTE 물질이 이용될 수 있
다.  두 개의 니켈 합금 시트는 t1 의 결합 두께를 가지고, 구리 시트(46)는 t2 의 결합 두께를 가지는 데, 
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그 t1 대 t2 의 비율은 반도체 웨이퍼의 열 팽창 계수에 부합하도록 선택된다.  t1 대 t2의 비율은 4:1 및 

14:1 사이가 될 수 있으며, 이에 한정하는 것은 아니지만, 10:1, 11:1 및 12:1 도 될 수 있다. 

본 발명의 일실시예에 있어서, 니켈층은 각각 약 115mil의 두께를 가지며, 구리층에 대한 니켈층의 비율
은 실리콘 웨이퍼에 부합하는 열팽창 계수를 갖는다.  하지만, 구리층 두께에 대한 니켈층 두께 또는, 다
른 물질의 두께는, 게르마늄, 실리콘 게르마늄, 실리콘 카바이드, 갈륨 아세나이드, 셀레늄, 텔레륨으로 
형성된 웨이퍼에 대한 열팽창 계수와 부합하는 베이스의 열팽창 계수를 제공한다.  

니켈 합금은 낮은 열팽창 계수를 가지기 때문에, 온도가 증가함에 따라, 웨이퍼(1)에 비해 베이스 유닛
(31)의 열팽창이 억제되게 하는 역할을 한다. 14 인치의 정방형 시트 INVAR(36)와 구리 물질이 이용되는 
것이 바람직하다.  하지만, 원형 또는 직사각형 시트가 이용될 수도 있다.  시트는 6 인치와 20 인치의 
크기 사이에 있으며 예컨대, 그 지름 또는 측방향 길이는 8,12,14,16,20 인치가 된다. 

INVAR(36) 및 시트(45,47)는, 직선 피트 당 0.001 인치와, 0.01 인치 사이가 바람직하며, 직선 피트 당 
0.0001 인치와, 0.020 사이의 평면 정도를 갖는 약 115mil의 두께로 부합되는 것이 바람직하다.  평면 정
도가 직선 피트 당 0.001인치가 되는 것이 가장 바람직하다. 

구리층(46)은 약 21mil의 두께이며, 직선 피트 당 0.0005의 평면성을 갖는다.  구리층은 예컨대, 상기 금
속 또는 금속 합금층 및 상기 구리층의 전체 두께의 9.1%인 약 8% 내지 10%를 포함한다.

INVAR(36), 구리, INVAR(36)의 적층은 더블유. 엘. 고어 앤드 어소시에이츠, 인코오포레이티드에 의해 이
용 가능하게 된 스피드보드(상표 등록명)와 같은 유전체(48)를 이용하여, 구리 표면에 INVAR(36)의 조각
을 박층함에 의해 형성된다.  

115mil의 시트 두께, 21mil의 니켈 합금 및 구리 시트 각각은 일실시예로서 이용되는 것이며, 니켈 합금 
시트의 두께가 구리의 두께 보다 큰 범위로서 임의의 크기로 선택될 수 있다.

유전체

유전체 물질은 베이스 유닛용으로 이용되며, 본 발명의 웨이퍼 레벨 콘택 시트는 임의의 고온 유전체 물
질이 될 수 있다.  예를들어, 적합한 유전체 물질은, 반드시 이에 한정되는 것은 아니지만, 폴리마이드, 
폴리마이드 박층, 에폭시 수지, 유기물질, 폴리테트라플로로에틸렌의 적어도 일부가 함유된 유전 물질을 
포함하며, 충진제가 포함되거나 포함되지 않건간에, 일단 접착제가 주입된 곳에는 부분 정제되고 비-스테
이지 물질이 형성된다.  이에 적합한 물질은 발명자 더블유. 엘. 고어 앤드 어소시에이츠, 인코오포레이
티드로부터 이용 가능하게 된 스피드보드(상표등록명) 본드 플라이를 포함한다. 

스피드보드(상표등록명) C 는 세라믹 물질을 포함하고 있지 않으며, 폴리테트라플로로에틸렌 매트릭스내
에 시아네이트 에스테르 수지를 포함하는 프리프레그 비직물 물질임에 유의하여야 한다.  스피드보드 C
(상표등록명)는  유전  상수,  1MHz∼10MHz에서  약  2.6∼2.7(DK),  1MHz∼10MHz에서  0.004의  로스 탄젠트
(loss tangent), 1000V/mil보다 큰 유전 강도, 유리 천이, 220℃의 Tg, 66∼68wt.%의 수지 함량을 포함하

고, 보다 다양한 두께가 이용 가능하다.

다른 종류의 유전체 물질은 다공성 매트릭스 시스템에 흡수 또는 주입된 접착제-충진제 혼합물을 포함한
다.  다공성 매트릭스는 비직물 기판이며, 상당한 량의 충진제 및 열가소성 또는 열경화성 접착제가 흡수
되며, 기판 초기의 기공 체적은, 부분적으로 열처리되어 접착제를 정제하고, 비-스테이지 복합물을 형성
한다. 

기판은 플로로폴리머 예컨대, 본원에서 참조하고 있는 발명자 바우만등에게 허여된 미국 특허 번호 제
4,482,516호와, 고어등에게 허여된 미국 특허 번호 제3,953,566호에 기재된 다공성이 확장된 폴리테트라
플로로에틸렌 물질을 포함한다.

바람직하게는, MFPS(평균 유량 기공 사이즈 : mean flow pore size)는 2 내지 5 배 사이가 되어야 하며 
또는, 특별히 원하는 충진제의 것 보다 약 2.4배 보다 큰 MFPS를 갖는 가장 큰 입자 이상이 되어야 한다.  
하지만, 본 발명의 범위내에서, 적절한 복합 물질은 평균 입자 사이즈 비가 1.4 보다 큰 MFPS 를 선택함
에 의해 준비될 수 있다.  수용 가능한 복합 물질 또한, 평균 입자 사이즈에 대한 최소 기공 사이즈가 적
어도 0.8 이상이거나 또는, 최대 입자 사이즈에 대한 최소 기공 사이즈가 적어도 0.4 이상이 될 경우에 
준비될 수 있다.  입자 사이즈 비의 MFPS 는 FRA 분석기에 의해 행해진다. 

한편, 기공 비, 입자 사이즈에 대한 다른 매카니즘은, 가장 큰 입자 사이즈 보다 가장 작은 기공 사이즈
가 약 1.4배 적을 때 산출될 수 있다. 

게다가, 확장 플로로폴리머 기판, 다공성 확장 폴리올레핀 예컨대, 초 고 분자 중량 (UHMW)의 
폴리에틸렌,  확장  폴리프로필렌,  폴리테트라플로로에틸렌과  같은  것은  페이스트  압축  성형(paste 
extrusion), 희생 충진제의 결합, 다공성 무기물 또는 유기물 폼(foam), 미세 다공성 셀룰로스 아세테이
트(microporous cellulose acetate)에 의해 준비된다. 

다공성 기판은 적어도 30%, 바람직하게는 적어도 50%, 가장 바람직하게는 적어도 70%의 초기 공간 체적을 
가짐으로서, 열경화성 또 열경화성 접착 수지의 주입이 용이하게 되고, 공간내의 미립형 충진 페이스트는 
유동성 보강력을 제공하여, 전체 복합 물질의 깨짐을 방지하고, 입자를 정착시키는 역할을 한다. 

충진제는, 히스토그램을 통해, 최대 입자 사이즈, 최소 입자 사이즈 및 평균 입자 사이즈를 표시하는 마
이크로트랙(상표등록명) 모델 FRA 입자 분석기 장치에 의해 분석된 입자의 집합체를 포함한다.

접착제로 결합되는 적합한 충진제는, 반드시 이에 한정되는 것은 아니지만, BaTiO3 , SiO2 , Al2O3 ,  ZNO, 

ZrO2, TiO2, 석출 및 솔젤 세라믹 예컨대, 실리카, 티타니아 및 알루미나, 비도전성 카본(카본 블랙) 및 

그들의 혼합물을 포함한다.  특히, 충진제는 SiO2, ZrO2, TiO2, 그 자체이거나 또는, 비도전성 카본과 결

합된 물질이 더 바람직하다.  가장 바람직한 충진제는, 반드시 이에 한정되는 것은 아니지만, 예컨대, 움
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푹 패이지 않은 높은 원형률, 균일한 표면 곡률을 가진 상태의 고체인 알루미나 입자, 티타니아, 실리카
를 생산하기 위해, 실리콘, 티타늄, 알루미늄과 같은 것을 증기 금속 연소 처리하는 미국 특허 번호 제
4,705,762호에 따른 충진제를 포함한다.  

충진제는 잘  알려진  기술인,  접착  매트릭스에 대한  반응성  작용제  및/또는  실리화  작용제(silylating 
agent)에 의해 소수성 충진제를 제공하며 예컨대, 결합 작용제를 이용함으로써 소수성 충진제를 제공할 
수 있다.  적합한 결합 작용제는, 실레인(silane), 티타네이트(titanate), 지르코네이트, 알루미늄을 포
함한다.   적합한  실리화  작용제는,  반드시  이에  한정되는  것은  아니지만,  작용  실리화제(functional 
silyating agent), 실레놀스(silanols), 실록산(siloxane), 적절한 실레젼(silazane)을 포함하며, 반드시 
한정되는 것은 아니지만, 헥사메틸디실레젼( hexamethyldisilazane:HulsH730)과, 헥사메틸사이클로트리실
레젼(hexamethylcy   clotrisilazane)와,  예컨대  비스(트라이메틸실리)아세타미드(bis(trimethylsily) 

acetamide: Huls B2500)와 같은 실리레미드(silylamide)와, 예컨대 트라이메틸실리루레아
(trimthylsilylurea)와 같은 실리루레스(silylureas)와, 예컨대 트라이메틸실리리미다졸레
(trimrthylsilylimidazole)와 같은 실리미다졸레스(silylmidazoles)를 포함한다. 

티타네이트(titanate) 결합 작용제는, 테트라 알킬(tetra alkyl) 형태, 모노알콕시(monoalkoxy) 형태, 코
디네이트(coordinate) 형태, 셸레이트(chelate) 형태, 쿼터네리 솔트(quaternary salt) 형태, 네오알콕시
(neoalkoxy) 형태, 사이클로테테로아톰(cycloheteroatom) 형태가 그 예가 될 수 있다.  바람직한 티타네
이트는,  테트라  알킬  티타네이트,  티죠(Tyzor)(상표등록명),  TOT{테트라키스(2-에틸-헥실)티타네이트}, 
티죠(상표등록명) TPT{테트라이소프로필 티타네이트}, 셸레이트 티타네이트, 티죠(상표등록명)GBA{티나늄 
아세틸레셀틸레세토네이트},  티죠(상표등록명)디시{티타늄  에틸레셀테세토네이트}, 티죠(상표등록명)CLA
{프로프라이어테리-듀퐁},  모노알콕시(켄-리액(상표등록명)케알  티티에스),  켄-리액(상표등록명),  KR-55 
테트라(2,2디알리옥시메틸)뷰틸,  디(디트리데실)포스포히토오  티타네이트,  LICA(상표등록명)38 네오펜틸
(디알리)옥시, 트리(디옥틸)피로-포스포토오 티타네이트를 포함한다. 

적절한 지르코네이트는, 켄리치 카탈로그에서의 22쪽에 상세 설명된 지르코네이트를 포함하고, 특히 KZ 
55-테트라(2,2 디알리옥시메틸)뷰틸, 디(디트리데실)포스포히토 지르코네이트, NG-01-네오펜틸(디알릴)옥
시,  트리네오데카놀리 지르코네이트,  NG-09-네오펜틸(디알리)옥시,  트라이(도덱실)벤젠-술포닐 지르코네
이트를 포함한다. 

본 발명에서 이용되고 있는 알루미네이트는, 반드시 이에 한정되는 것은 아니지만, 켄-리치(상표등록명), 
디소뷰티(올레일)아세토아세틸알루미네이트(KA  301),  디소프로필(올레일)아세토아세틸알루미네이트(KA 

322) 및 KA 489를 포함한다.  

전술한  것과  더불어,  폴리머  예컨대,  크로스-링크  비닐  폴리머  즉,  다이비닐벤젼,  다이비닐 피라이딘
(divinyl pyridine) 또는, 매우 높은 희석(MEK에서 0.1 부터 1.0%까지의 용액)상태로 가장 먼저 적용된 
크기 조절된 임의의 열경화성 매트릭스 접착제가 추가로 이용될 수 있다.  또한, 임의의 유기 페록사이드
(organic  peroxides)  예컨대, 디큐밀페록사이드(dicumylperoxide)가 충진제와 반응할 수 있다.  접착제 
그 자체는 열경화성 또는 열가소성이 될 수 있으며, 폴리글리사이딜 에테르(polyglycidyl ether), 폴리시
에뉴레이트(polycyanurate),  폴리소시에네이트(polyisocyanate),  비스-트라이에이진(bis-triazine)  수지, 

폴리(비스-말레이미드)(poly(bis-maleimide)),  노르보르네인-터미네이트폴리마이드(norbornene-termi 
nated  polyimide),  폴리노르보르네인(polynorbornene),  아세틸렌-터미네이트 폴리마이드(acetylene-

terminated polyimide), 폴리뷰타디엔(polybutadiene) 및 그들의 기능기 코폴리머, 사이클릭 올레핀 폴리
사이클로뷰텐(cyclic  olefinic  polyclobutene),  폴리실렉세인(polysilxanes),  기능기 폴리페닐렌 에테르
(functionalized  polyphenylene  ether),  폴리아크릴레이트(polyacrylate),  노볼락  폴리머(novolak 

polymer) 및 코폴리머, 플로로폴리머 및 코폴리머, 멜라민 폴리머 및 코폴리머, 폴리(비스 페니사이클로
뷰탄)(poly(bisphenycyclobutane)) 및 혼합물 또는 그의 프리폴리머를 포함한다.  상기 전술한 접착제 그 
자체는, 플레임(flame) 저지 또는 강도를 향상시키기 위해,  함께 혼합될 수 있으며 또, 다른 폴리머 또
는 첨가제와 함께 혼합될 수 있음에 유의하여야 한다. 

여기에 있어서, MFPS  및 최소 기공 사이즈는 직접적인 수치가 기록된 코울터(상표등록명) 프로메터 Ⅱ
(Coulter Electronics Ltd.,Luton UK)를 이용하여 결정된다.  평균 입자 사이즈 및 가장 큰 입자 사이즈
는 마이크로트랙 광 분산 입자 사이즈 분석기 모델 번호 FRA(Microtrac  Division  of  Leeds   Northup, 
North Wales,PA,USA)를 이용하여 결정된다.  평균 입자 사이즈(APS)는 50%의 입자가 큰 수치로서 한정된
다.  가장 큰 입자 사이즈(LPS)는 마이크로틀랙 히스토그램상의 가장 큰 감지 가능한 입자로서 한정된다.  
한편, 가장 큰 입자 사이즈는 마이크로트랙 FRA 100%의 입자가 패스되는 것을 결정할 경우의 최소 포인트
에서 한정된다.

일반적으로, 접착제-충진제 혼용 유전체를 준비하기 위해서는 이하의 방법을 포함한다.  

(a) 작은 입자 및 접착제가 충분히 기공 체적 또는 공간으로의 자유 흐름이 가능하게 하도록, 미세 구조
에 행하는 윤활 압출 모재(lubricated extruded preform)를 신축함에 의해 폴리테트라플로로에틸렌 시트
를 확장하는 방법.  

(b)폴리머 예컨대, 열경화성 또는 열가소성 물질 및 충진제로부터 페이스트(paste)를 형성하는 방법. 

(c) 담금, 코팅, 압력 공급에 의해, 접착제-충진제 페이스트가 상당한 다공성 골격 예컨대, 확장된 폴리
테트라플로로에틸렌 내부로 흡수되게 하는 방법. 

본 발명의 충진 접착 막을 준비하기 위해서, 입자성 충진제는 고루게 분산된 혼합물로 생성되도록, 용매 
또는 수용성 용액 또는 용융 접착제로 혼합된다.  작은 입자 형태의 충진제는 통상 40 마이크론 크기 보
다 작으며, 평균 입자 사이즈가 1 내지 10 마이크론 사이가 되는 것이 바람직하다.  폴리테트라플로로에
틸렌의 노드--섬유질성 구조의 평균 기공 사이즈는 충분히 커서, 입자의 적적한 투과성이 보장되어야 한
다.  만일, 기판이 확장된 폴리테트라플로로에틸렌일 경우, 이 구조는 발명자 바우만등에게 허여된 미국 
특허 번호 제4,482,516호에 기재된 것과 유사한 구조를 갖게 된다.  바람직하게는, 충진제에 특히 바람직
한 것보다 약 2.4 배 큰 MFPS 를 가지며, MFPS는 가장 큰 입자의 약 2 내지 5 배 사이 또는, 그 이상이 
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되어야 한다.  하지만, 본 발명의 범주내에서, 적합한 복합물은 평균 입자 사이즈에 대한 평균 유량 기공 
사이즈(MFPS)의 비가 1.4 보다 큰 것을 선택함에 의해 준비될 수 있다.  수용 가능한 복합물 또한, 평균 
입자 사이즈에 대한 최소 기공 사이즈의 비가 적어도 0.8 이상 또는, 최대 입자 사이즈에 대한 최소 기공 
사이즈의 비가 적어도 0.4 이상 될 경우에 준비될 수 있다.  입자 사이즈 비에 대한 MFPS의 비는 마이크
로트랙 FRA 분석기에 의해 구해진다. 

한편, 입자 사이즈에 상대한 기공을 측정하기 위한 다른 매카니즘은 가장 작은 기공 사이즈가 가장 큰 입
자 사이즈의 약 1.4배 보다 적을 때 산출될 수 있다. 

표 1은 입자 사이즈와 MFPS의 관계의 결과를 나타낸다.  가장 큰 입자에 대한 MFPS의 비는 1.4 또는 그 
이하일 경우에 최악의 결과가 관측된다.  이러한 경우에, 균일한 복합물이 관측될 수 없으며, 대부분의 
입자성 충진제는 미세 기공 기판을 균일하게 관통할 수 없게 된다.  가장 큰 입자에 대한 MFPS의 비가 약 
2.0 보다 클 경우에, 균일 복합물이 획득된다.  가장 큰 입자에 대한 MFPS의 비가 크면 클수록, 상대적 
경우가 보다 커지므로, 미세 기공 기판으로서의 균일한 분산적 흡수가 일어나게 됨을 관측할 수 있다. 

[표 1]

 

  표본

기판 기공

 사이즈

Min  MFPS

(㎛) (㎛)

   입자 

  사이즈

 Avg Max

(㎛) (㎛)

  MFPS

   ÷

  PartAvg 

  PoreMin

   ÷

  PartMax 

 PoreMin

   ÷

 PartAvg 

   결과

    A

    B

    C

    D

 4    7

 4    5

 ·  58

18   32

 5    10

 5    10

 5    10

 6    10

    1.4

    1.0

   12.4

    5.3

    0.4

    0.4

    N/A

    1.8

   0.8

   0.8

    ·

   3.0 

   부족

   부족

   양호

  

   양호

    E

    F

    G

18   32

17   24

0.2  0.4

 1    1

 6    10

0.5   1.6

   32.0

 

   4.0

   0.8

   18.0

 

    1.7

   0.125 

   18

   2.8

   0.4

   양호

   양호

   부족

    H

    I

 ·  60

14   11

18    30

0.5   1.6 

   3.3

 

   22.0

    ·

    8.8

    ·

   28

   양호

   양호

    J 

    K

14   29

14   29

 4    8

 5    10

   7.3

   5.8

    1.8

    1.4

   3.5

   2.8

   양호

   양호

제1 실시예

미세 분산제는 281.6g TiO2(Ti 순정 R-900, 듀퐁사)를 MEK 내에 20%(w/w) 플레임 저지 다이시아나마이드

(dicyanamide)/2-메틸리미데졸(methylimidazole)  촉매작용(catalyzed)  바이스페놀(bisphenol)-A  베이스 
폴리글리사이들리 에테르(based polyglycidyl ether)(Nelco N-4002-5, 넬코사: Nelco Corp.) 용액에 혼합
함에  의해  준비된다.   분산은  연속적으로  발생하여,  균일성이  보장된다.   이후,  확장  PTFE의 견본
(swatch)은 수지 혼합물에 담겨진다.  웨브(web)는 유동 복합물이 되도록, 장력 상태에서 1 분 동안 165
℃로 건조된다.  그러므로, 생성된 부분적으로 정제된 접착 복합물은 57 무게 백분율의 TiO2, 13 무게 백

분율의 PTFE와, 30 무게 백분율의 에폭시 접착제로 이루어진다.  다수의 겹층으로 구성된 접착 시트는 구
리  포일  사이에  놓여지며,  90분  동안,  225℃의  온도에서,  진공-보조  수압(vacuum-assisted  hydraulic 
press)의 600psi로 압력을 받은 후에, 압력하에서 냉각된다.  결국, 19.0의 유전 상수의 구리 박층이 생
성되고, 유전 박층에 대한 평균 겹 두께가 100㎛(0.0039(3.9mil)), 280℃에서 30초간 솔더 쇼크를 지지한
다.

제2 실시예  

미세 분산제는 페닐트라이메톡시실레인(phenyltrimethoxysilane)(04330,H uls/Petrarch)로 선처리된 386g 
SiO2(HW-11-89, 하비손 워커사: Harbison Walker Corp.)을, 388g의 MEK와, 200g 바이스말레이미드 트리아

진 수지(bismaleimide triazine resin)(BT2060BJ, 미쯔비시 가스 화학 : Mitsubishi Gas Chemical)에 혼
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합함에 의해 준비된다.  분산은 균일성을 보장하도록 연속 발생된다.  0.0002＂ 두께의 확장 PTFE의 견본
은 수지 혼합물에 담겨진 후에 제거되고, 이후 유동성 복합물이 가능하도록, 장력하에서, 1분 동안 165℃
로 건조된다.  이러한 프리프레그의 몇겹은 구리 포일 사이에 놓여지며, 90분 동안, 225℃의 온도에서, 
진공-보조  수압(vacuum-assisted  hydraulic  press)의  250psi로  압력을  받고,  이후에  압력하에서 

냉각된다.  그러므로, 발생된 유전체는 53 무게 백분율의 SiO2, 5무게 백분율의 PTFE, 42 무게 백분율 접

착제로 구성되고, 구리에 양호한 접착성을 나타내며, 3.3의 유전 상수(10GHz상태)와, 0.005의 방열 계수
(10GHz상태)를 나타낸다.

제3 실시예

미세 분산제는 483g SiO2 (HW-11-89)를 274.7g 바이스멜레이미드 트라이아진 수지(bismaleimide triazine 

resin)(BT2060BJ, 미쯔비시 가스 화학 : Mitsubishi Gas Chemical)의 마그네스(manganese)-촉매 작용 용
액과, 485g MEK에 혼합함에 의해 준비된다.  분산은 연속적으로 발생되어, 균일성이 보장된다.  이후, 
0.0002＂ 두께의 확장 PTFE의 견본은 유동성 복합물이 생성하도록, 수지 혼합물에 담겨지고, 제거된 후, 
1분 동안, 장력 조건하에서, 165℃로 건조된다.  다수의 겹을 구성된 이러한 프리프레그(prepreg)는 구리 
포일 사이에 놓여지며, 90분 동안 225℃의 온도에서 진공-보조 수압 250psi로 압력을 받은 후에, 압력하
에서 냉각된다.  그러므로, 생성된 유전체에는 57 무게 백분율의 SiO2, 4 무게 백분율 PTFE, 39 무게 백분

율 접착제, 구리에 대한 양호한 접착력, 3.2의 유전 상수와, 0.005 분산 계수(10GKz)를 포함한다.  

제4 실시예

미세 분산제는 15.44kg TiO2 분말(Tl 순정 R-900, 듀퐁사)을, 3.30kg 바이스멜레이미드 트라이아진 수지

(bismaleimide triazine resin)(BT2060BH, 미쯔비시 가스 화학 : Mitsubishi Gas Chemical)의 마그네스
(manganese)-촉매 작용 용액과, 15.38kg MEK에 혼합함에 의해 준비된다.  분산은 연속적으로 발생되어, 
균일성이 보장된다.  이후, 0.0004 TiO2-충진 두께의 확장 PTFE(막은 압축되지 않고, 로딩 40%를 제외하는 

모르티머어(Mortimer)의 미국 특허 번호 제4,985,296호의 기술에 의해 충진된 TiO2)의 견본은 유동성 복합

물이 생성하도록, 수지 혼합물에 담겨지고, 제거된 후, 1분 동안, 장력 조건하에서, 165℃로 건조된다.  
부분적으로 정제된 접착 복합물은 70 무게 백분율의 TiO2, 9 무게 백분율 PTFE, 21 무게 백분율 접착제를 

포함한다.  이러한 프리프레그의 다수개의 겹들은 구리 포일 사이에 놓여지게 되며, 90분 동안, 220℃의 
온도하에서, 진공-보조 수압 500psi로 압력을 받은 후에, 압력하에 냉각된다.  결국, 유전체는 구리에 대
해 양호한 접착력을 나타내며, 10.0의 유전 상수와, 0.008의 방열 계수를 나타낸다.     

제5 실시예

미세 분산제는 7.35kg SiO2(ADMATECHSO-E2, Tatsumori LTD)와, 7.35kg MEK 및 73.5kg의 결합 작용제 예컨

대,  3-글리사이들옥시프로필트리-메톡시실레인(3-glycidyloxypropyltri-methoxysilane(Dynasylan 

GLYMO(petrach system))포함에 의해 준비된다.  SO-E2는 0.4 내지 0.6㎛의 입자 지름, 4∼8m
2
/g의 특정 표

면적, 0.2∼0.4g/cc(loose)의 벌크 밀도를 갖는 상당한 원형 실리카로의 제조에 의해 설명된다. 

이러한 분산제에 대해,  시아네이트 페놀릭 수지(cyanated  phenolic  resin)  즉,  메틸에틸케톤(MEK)내에 
Primaset  PT-30(Lonza  Corp.)의  932g  50%(w/w)  용액이  첨가된다.   MEK에서  RSL  1462(Shell  Resins, 
Inc.(CAS  #  25068-38-6)의 50%(w/w)의 896g,   MEK에서 비스페놀 에이(bisphenol  A)(알드리치사:Aldrich 
Company)의 50% 용액 54g, 12.6g 이르가녹스(lrganox) 1010(Ciba Geigy), 마그네시스 2-에틸헥사노에이트
(Manganese 2-ethylhexanoate(Mn HEX-CEM(OMG Ltd.)의 0.6% 3.1g, 및 2.40kg MEK가 첨가된다.  이러한 분
산은 약 1∼3gal./minute  의 속도로, 약 20  분 동안, 미소닉 연속 유량 셀(Misonics  continuous  flow 
cell)을 통한 초음파 진동에 영향을 받는다.  그러므로, 획득된 미세 분산제는 11.9% 고체(w/w)의 전체 
욕 농도에 희석된다.

미세 분산제는 주입 욕내에 쏟아진다.  확장 폴리타트라플로로에틸렌 웨브는 도 5의 노드 섬유질 구조를 
갖고, 이하에서와 같은 특징을 갖는다.

[표 2]

       프레지어

       커버리지

       볼 버스트

       두께 

       MFPS  

              20.55

              9g/㎡

              3.2lbs

              6.5mil

              9.0microns

프레지어(Frazier) 수는 분석된 물질의 공기 투과율에 관한 것이다.  공기 투과율은 공기 흐름 측정용으
로서, 대략 6 제곱 인치의 원형 영역내에 제공된 개스켓 정착물의 웨브를 클램핑함에 의해 측정된다.  역
류측은 건조 압축 공기원과의 인라인식 유량계에 접속된다.  테스트는 견본의 역류측을 향하게 0.5 인치 
웨이퍼에 압력을 인가함에 의해 달성되며,  인라인식(in-line)  유량계(유량계에 접속된 볼 부유 로타미
터)를 통해 통과하는 공기의 유량을 기록한다.  

볼 버스트 강도는 일종의 테스트로서, 최대의 파괴 정도를 결정함에 의해 상대적인 견본의 강도를 측정하
는  것이다.   웨브는  두  개의  판  사이에  클램핑되는  동안에  1  인치  지름의  볼과  함께  테스트된다.   
챠틸론, 포스 게이지 볼/버스트 테스트(Chatillon, Force Gauge Ball/Burst Test)가 이용되었다.  이 매
체는 측정 장치내에 놓여지며, 버스트 프로브(burst probe)의 볼에 접속되게 웨브의 상승에 의해 고정된 
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압력을 받는다.  깨어질때의 압력은 기록된다. 

전술한  웨브(web)는,  균일성을  보장하기  위해,  약  3ft./min  또는  속도로서,  연속  진동식 주입욕
(impregnation web)을 관통하여 통과(pass)된다.  주입 웨브는 열처리 오븐(oven)에 즉시 통과되어, 거의 
모든 용매 또는 그 전체를 제거하고, 롤(roll) 상에 집중된다.  이러한 프리프레그의 다수의 겹들은 구리 
포일 사이에 놓여지며, 90분 동안, 220℃ 온도에서, 진공-보조 수압에 200psi의 압력을 받은 후에, 압력
하에서 냉각된다.   이러한 방법에 의한 유전체는 구리에 양호한 접착력을 나타내며,  3.0의 유전 상수
(10GHz), 0.0085(10GHz)의 방열 계수를 갖는다. 

제4 실시예와, 제7 실시예에서 이용된 입자식 충진제의 물리적 특징은 이하에서 표 3을 통해 비교된다.

[표 3]

성질 Tatsumori(ADMATECHS) Harbison Walker

제조 기술  증기식 금속

 연소

 무정질 용융 실리카

명칭  Silica SO-E2  HW-11-89

중간 입자 사이즈  0.5micron  5micron

모양  구형  불규칙, 둘쭉날쭉

표면 영역  6∼10㎡/g  10㎡/g

벌크 밀도  0.47g/cc  1.12g/cc

특정 밀도  2.26g/cc  2.16g/cc

제6 실시예      

용융  실리콘의 증기식 연소로부터 준비된 SiO 2 에  근거하며,  주입식 접착제-충진제 혼합물을 포함하는 

ePTFE 매트릭스는 아래와 같은 방법에 의해 준비된다.  2 개의 이전 혼합물은 초기에 준비된다.  그 중 
한 개는 제5 실시예의 것과 유사한 실리카 처리된 실레인을 포함하는 슬러리 형태이며, 다른 한 개는 수
지 및 다른 성분에 대한 비촉매성 혼합물이다. 

혼합물 Ⅰ

실리카 슬러리는 MEK에서의 제5 실시예의 SO-E2 실리카에 대한 50/50 혼합이며 여기서, 실리카는 실리카 
무게의 1%와 유사한 코팅된 실레인을 함유하는 실리카이다.  5 갤런 용기에 대해, MEK의 17.5 파운드 및, 
실레인의 79 그램이 첨가되고, MEK 내의 실레인의 균일한 분산을 보장하기 위해, 2 가지의 성분이 혼합된
다.  이후에, 제5 실시예의 17.5 파운드의 실리카가 첨가된다.  MEK-실리카-실레인 혼합물의 2 개의 5 갤
런 용기는 반응 용기에 첨가되고, 내용물 즉, 슬러리는 존재할 지 모르는 임의의 실리카 응집체를 분해시
키기 위해, 대략 1 시간 동안, 초음파 분산기를 통해 반복 순환된다.  초음파 분해가 완성되고, 반응 용
기의 내용물은 약 1 시간 동안, 대략 80℃의 열을 인가 받으며, 그 동안에 그 내용물은 연속적으로 혼합
된다.  이후에, 반응된 혼합물은 10 갤런의 용기로 이동된다.

혼합물 Ⅱ

원하는 수지 혼화성 생성물은 약 60%의 고체, 비촉매성 수지 혼화제(접착제)이 포함된 혼합물에 기초한 
MEK이며, 여기서 고체 부분의 무게 백분율은, 41.2% PT-30 시네이트 페놀릭(cyanated phenolic) 수지의 
혼합물, 39.5% RSL 1462 에폭시(epoxy) 수지, 16.7% BC58 플레임 저지제, 1.5% 이르가녹스(lrganox) 1010 
안정제 및, 1% 비스페놀(bisphenol) A 코-카탈리스트이다.

10 갤런 용기 내에는, 14.8파운드의 PT-30과, 15 내지 20 파운드의 MEK가 첨가되며, 강력히 작용하여 완
전한 용매 화합물 PT-30이 되게 한다.  6파운드의 BC58이 측정되고, MEK/PT-30 용액에 첨가되며, 강력히 
작용하여 용매 화합물 BC58이 되게 한다.  244.5그램의 안정제인 이르가녹스 1010 및, 비스페놀 A 163그
램이 첨가된다.  10 갤런의 용기는 가중되고, RSL 1462의 14.22 파운드가 첨가된다.  추가의 MEK가 첨가
되어, 혼합물의 무게가 60파운드가 되게 한다.  이후에, 내용물은 대략 1내지 2시간 동안 예컨대, 고체 
성분을 완전히 분해시킬 수 있는 시간 동안으로 강력히 반응시킨다.  원하는 생성물은 고체의 무게 백분
율이 68%이며, 전체의 고체는 5%와 50%의 혼합물에 대한 무게 백분율인 MEK와,  비촉매성 수지 혼화제,  
실레인과 함께 처리된 실리카의 혼합물이다.  정확한 고체의 농도는 반응의 진행 정도에 따라 변화하게 
되며, 주입되는 막의 일부에 의존하게 된다.  촉매 레벨은 PT-30 및 RSL1462의 합계에 비례한 10ppm이다.  
혼합물 Ⅰ 및 혼합물 Ⅱ의 용적(solid content)은 이전의 정확성 및, 발생될 수 있는 임의의 용제 플래시
를 보상을 검증하여 결정한다.  이후, 혼합물 Ⅰ은 10 갤런 용기에 첨가되어, 12파운드의 고체 예컨대,  
51.5%의 용적, 23.48파운드의 혼합물 Ⅰ을 제공한다.  이후, 혼합물 Ⅱ는 그 용기에 첨가되어, 5.64 파운
드의 고체 예컨대, 59.6% 고체, 9.46 파운드의 혼합물 Ⅱ를 제공한다.  마그네시스 촉매 용액(0.6%의 미
네랄성 물질)의 3.45그램은, 혼합물 Ⅰ과 혼합물 Ⅱ의 혼합물에 참가되며, 매우 높은 용적 혼합물을 형성
하도록 혼화된다.  ePTFE 매트릭스, 28% 고체 혼합물을 주입하기 위한 욕 혼합물(bath mixture)는 63 파
운드의 총 무게에 대해 높은 용적 혼합물의 충분한 MEK를 첨가함에 의해 준비된다.  이후에, ePTFE 매트
릭스는 유전 물질을 형성하기 위한 전술한 욕 혼합물에 주입된다.

제7 실시예

미세  분산제는  26.8그램  Furnace  Black(Special  Schwarz  100,  Degussa  Corp.,Ridgefield  Park,  New 
Jersey) 및, 79그램 결합 작용제(Dynaslan GLYMO CAS#2530-83-8;3-glycidyloxyproply-
trimethoxysilane(Petrach System))의 혼합에 의해 준비된다.  분산제는 1분 동안의 초음파 진동에 영향
을 받은 후에, 이전에 초음파식으로 작용되었던 17.5 파운드의 MEK내에, 17.5 파운드 SiO2(SO-E3)의 활성 
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분산제를 첨가한다.  최종 분산은 역류(reflux) 상태에서 1 시간 동안, 연속적인 혼합 처리와 함께 열을 
공급받는다.  

개별적으로, 접착성 바니시(varnish)가 아래와 같은 첨가 물질에 의해 준비된다.  즉, MEK내의 Primaset 
PT-30의 57.5%(w/w) 3413그램과,  MEK내의 RSL 1462의 76.8%(w/w) 2456그램과,  MEK내의 BC58(그래이트 
레이크 인코오포레이티드:Great Lakes,.lnc.)의 53.2%(w/w) 1495 그램과,  MEK내의 비스페놀 A 용액(알드
리치 사:Aldrich  Company)의  23.9%(w/w)  200  그램과,   미네랄성 및 2.40kg의  MEK내의 Mu  HEX-CEM(OMG 
Ltd.)의 0.6%(w/w) 용액의 3.21그램, 71.5그램의 이르가녹스 1010을 첨가함에 의해 상기 접착성 바니시
(varnish)가 준비된다.  

개별  용기내에서,  전술한  3739  그램의  분산제가,  0.0233  그램의  Furnace  Black(Special  Schwarz  100, 
Degussa Corp.,Ridgefield Park, New Jersey)와, 전술한 접착성 바니시 1328그램과, 38.3 파운드 MEK와 
함께 첨가된다.  이러한 혼합물은 주입 욕에 부어지며, ePTFE 웨브는 약 3ft/min. 또는 속도로서 주입욕
에 관통된다. 이러한 분산제는 균일성을 보장하기 위해 연속적으로 진동된다.  주입 웨브는 전체 또는 거
의 모든 용매를 제거하기 위해, 순간적으로 열 공급 오븐에 관통되며 그리고, 롤에 모이게 된다. 

이러한 프리프레그의 다중겹들은 구리 포일 사이에 놓여지게 되며, 90분 동안, 200℃의 온도로 진공-보조 
수압 200psi의 압력을 받게되며, 이후에 압력하에서 냉각된다.  이러한 결과로서, 유전체는 구리에 대하
여 양호한 접착력을 갖게 된다. 

제8 실시예

접착성 바니시(varnish)가 아래와 같은 첨가 물질에 의해 준비된다.  즉, MEK내의 Primaset PT-30(PMN P-
88-1591)의 57.5%(w/w) 3413그램과,  MEK내의 RSL 1462의 76.8%(w/w) 2456그램과,  MEK내의 BC58(그래이
트 레이크 인코오포레이티드:Great Lakes,.lnc.)의 53.2%(w/w) 1495 그램과,  MEK내의 비스페놀 A 용액
(알드리치 사:Aldrich Company)의 23.9%(w/w) 200 그램과,  미네랄성 및 2.40kg의 MEK내의 Mn HEX-CEM의 
0.6%(w/w) 용액의 3.21그램, 71.5그램의 이르가녹스 1010을 첨가함에 의해 상기 접착성 바니시(varnish)
가 준비된다. 

개별 용기내에서, 전술한 1328 그램의 분산제에는 43.2 파운드의 MEK, 6.40 그램의 Furnace 
Black(Special Schwarz 100, Degussa Corp.,Ridgefield Park, New Jersey)와, 1860.9그램의 SiO2 가 함께 

첨가된다.  이러한 혼합물은 주입 욕에 부어지며, ePTFE 웨브는 약 3ft/min. 또는 속도로서 주입욕에 관
통된다.  이러한 분산제는 균일성을 보장하기 위해 연속 진동된다.  주입 웨브는 전체 또는 거의 모든 용
매를 제거하기 위해, 순간적으로 열 공급 오븐에 관통되며 그리고, 롤에 모이게 된다. 

이러한 프리프레그의 다중겹들은 구리 포일 사이에 놓여지게 되며, 90분 동안, 200℃의 온도로 진공-보조 
수압 200psi의 압력을 받게되며, 이후, 압력하에서 냉각된다.  이러한 결과로서, 유전체는 구리에 대하여 
양호한 접착력을 갖게 된다.

도 9의 저 CTE 베이스는 제6 실시예의 유전 물질을 이용함으로써 준비된다.  구리 코아는 도 9의 충진된 
ePTFE 층과 함께 그들의 각 층상에 박층된다.  이후에, INVAR 36은 유전 물질의 노출된 각층에 놓여지게 
된다.  이 복합물은 베이스 유닛(31)을 형성하도록, 압력하에서 열처리 된다.

도 1과 도 2와 관련하여 설명한 바 있는 Z-축 물질은 성분(2,9)용으로 이용된다.  선택적인 도전성 Z-축 
기판 부재는 반복 사용성 및 유동성을 갖는다.  멜라(Meola)에게 허여된 미국 특허 번호 제5,498,467호에 
기재된 바와 같이, 기본 기판은 x 및, y-축에 의해 한정된 평면 상에 놓여져 있는 평면성, 오픈 셀, 다공
성 물질이며, 다른 측 물질의 한측으로부터 확장하는 Z-축 경로를 갖는다.  Z-축 물질이 선택적 엘라스토
머를 포함할 경우, 그것은 베이스 유닛(7)의 하단 표면(12)과, 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)의 상단 
표면 사이에 위치하게 된다.  선택적 엘라스토머를 갖는 선택적 도전 부재(8)는 선택적 도전 부재의 하단 
표면으로부터, 일반적으로 Z-축 방향의 상단 표면까지 확장되며, 전기적으로 절연되고, 불규칙한 모양을 
갖는 일련의 전기적 도전 경로를 포함한다.  그것이 베이스 유닛(7)과 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9) 
사이에 위치될 때, 전기적 도전 경로는 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)의 상단 표면위의 콘택 패드(2
0)에 대하여, 베이스 유닛(7)의 제1단자(13)에 전기적으로 결합된다.  

Z-축 물질이 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)를 형성하는데 이용될 때, 부분 정제된, 비 스테이지(B-
stage)인 결합용 접착제를 포함한다.  하지만, Z-축 물질(8)과 접촉하기 때문에, 그들로부터의 용이한 이
탈이 가능하며, 또 다른 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)를 부착하도록 반복 사용될 수 있다. 

물질(8)과 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)의 양쪽에 대해 이용될 수 있는 Z-축 부재용 물질로 적합한 

것은, 그 두께가 약 5×10
-6
m 및 5×10

-4
m(5㎛ 및 500㎛) 예컨대, 50㎛,75㎛,100㎛,150㎛ 등을 가지며, 직

물성 또는 비직물성 섬유 예컨대, 나일론, 유리 섬유 또는 폴리에스테르 섬유 또는 무명등과 같은 것으로 
이루어진다.  부재(member) 또한 유동성을 갖는 다공성 폴리머 물질 또는 막(membrane) 예컨대, 다공성 
폴리올레핀, 다공성 폴리에틸렌, 다공성 폴리프로필렌, 다공성 플로로포리머, 또는 오픈 셀, 다공성 폴리
우레탄등으로 이루어진다.  추가적으로, 오픈 셀, 다공성 무기성 물질 예컨대, 한측으로부터 다른 측으로
의 연속 기공을 갖는 박막형 다공성 세라믹 플레이트가 이용될 수 있다. 

다공성 플로로폴리머들은, 반드시 이에 한정되는 것은 아니지만, 다공성 폴리테트라플로로에틸렌(PTFE), 
다공성 확장 폴리테트라플로로에틸렌(ePTFE), 폴리테트라플로로에틸렌과 폴리에스테르 또는 폴리스티렌의 
코폴리머, 테트라플로로에틸렌과 플로리네이트 에틸렌 프로필렌(FEP) 또는 C1-C4 알콕시 그룹을 갖는 퍼플

로로알콕시-테트라플로로에틸렌(PFA)의 코폴리머를 포함한다.  다공성 물질은 확장 폴리프로필렌, 다공성 
폴리에틸렌 및 다고성 폴리테트라플로로에틸렌을 포함한다.

Z-축 물질의 기판으로서 이용되는 물질은 섬유질, 약 20% 내지 90%의 공간 체적 예컨대, 도 11의 ePTFE에 
의해 예증되었으며, 본원에서 참조하고 있는 미국 특허 번호 제3,953,566호의 기재에 따라 준비된 물질에 
상호 접속된 노드의 미세 구조를 갖는 확장 폴리테트라플로로에틸렌이다.  
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Z-축 기판으로 이용되는 평면 다공성 물질은 약 5 및 125㎛ 사이의 두께를 가지지만, 도전성 경로를 형성
하는 초음파 강도가 견본을 관통하는 경우에서의 그 두께는 주요 인자가 되지 못한다. 

도  10  내지  13을  참조하면,  Z-축  부재를  형성하기  위한  물질이  미세  다공성  확장  PTFE(expanded 
polytetrafluoroethylene)일 경우에, 기공(49)은 도 10에 나타낸 바와 같이, 섬유질(51)과 상호 접속된 
노드(50)사이의 공간으로서 한정된다.  이러한 경우에, 섬유질(51)과 상호 접속된 노드(50)의 내부 구조
는 평면 부재의 일측으로부터 다른 측으로의 Z-축의 절단면을 수직 한정하는 곳의 Z-축을 통하는 불규칙
한 연속 경로(52)가 되게 하는 조밀한 물질로 구성된다. 

선택적 도전 부재(53)(도 13)은 금속 염 증착을 수용하는 Z-축 방향을 통해 영역(32)(도 12)에서 준비되
는데, 방사 에너지에 의해 노출된 금속 염은 비도전성 금속 핵으로 변환되어, 비전해 금속 증착 용액으로
부터의 도전성 금속의 증착을 촉진시키는 역할을 하게 된다.  전술한 바와 같은 다공성 부재의 기공(49)
은 먼저, 습윤제 예컨대, 알코올, 유기성 수성 계면 활성제에 의해 습윤된다.  메탄올, 프로판올, 테트라
플로로에틸렌/비닐 알코올 코폴리머 또는 이와 유사한 것들이 이용된다.  습윤제는 부재(member)의 물질
이 니켈 또는 구리와 같은 도전 물질을 수용하게 하는 역할을 한다. 

방사 감도성 금속 염 복합물은 일종의 액체 방사 감도성 복합물로서, 광감도 환원 작용 용액, 금속 염, 
할로겐 이온원, 제2환원 작용제를 포함한다.  바람직하게는, 방사 감도성 용액은 물, 금속 염, 광감도 환
원 작용제, 제2 환원 작용제 및, 선택적(표면을 습윤하기 곤란함)계면 활성제를 포함한다.  금속 염은, 
반드시 이에 한정되는 것은 아니지만, 구리 아세테이트, 구리 포름산염, 구리 브롬화물, 구리 황산염, 구
리 염화물, 니켈 염화물, 니켈 황산염, 니켈 브롬화물, 철함유 화합물 예컨대, 제1철 황산염, 제1철 염화
물 및, 희귀 금속 예컨대, 팔라듐, 백금, 은, 금 및, 로듐 등을 포함한다. 

적합한 광감도 환원 작용제는, 방향성 디아조 화합물, 철 염 예컨대, 제1철 또는 제2철 수산염, 제2철 암
모늄 황산염, 중크롬산염 예컨대, 암모늄 중크롬산염, 안트라퀴논 중황산염산 또는 그의 염류, 글리신(특
히  습한  표면  조건하에서의  활성제),  L-아스코르브산,  아지드  화합물등  뿐만  아니라,  금속  촉진제 
예컨대, 주석 화합물, 코발트, 니켈, 아연, 철 등을 포함하며, 후자의 그룹은 선택적으로 리터당 1mil 그
램 내지 2 mil 그램의 양이 첨가된다. 

제2 환원 작용제는, 반드시 이에 한정되는 것은 아니지만, 폴리하이드록시 알코올 예컨대, 글리세롤, 에
틸렌  글리세롤,  펜타에리트리톨,  메소에리트리톨,  1,3-프로판에디올,  소르비톨,  마니톨,  프로필렌 
글리콜, 1,2-뷰타네디올, 피나콜, 수크로세, 덱스트린 및, 화합물 예컨대, 트라이에탄올라민, 프로필렌 
옥사이드, 폴리에틸렌 글리콜, 락토스, 녹말, 에틸렌 옥사이드 및 젤라틴을 포함한다.  제2 환원 작용제
로서 또한 이용되는 화합물은, 알데히드 예컨대, 포름알데히드, 벤자알데히드, 아세트알데히드, n-뷰티르
알데히드, 폴리아미드 예컨대, 나일론, 알부민 및 젤라틴 즉, 트라이페닐 메탄 다이 예컨대, 4-다이메틸
아미노트라이페닐메탄,  4',4',4-트라이-다이-메틸아미노-트라이페닐메탄의  루코  b  효소와,  크산텐  다이 
예컨대, 3,6-비스다이메틸아미노 크산텐과 3,6-비스 다이메틸아미노-9-(2-카복시에틸)크산텐의 루코 베이
스와, 폴리에테르 예컨대, 에틸렌 글리콜 다이에틸 에테르, 다이에틸렌 글리콜, 다이에틸 에테르 테트라
에틸렌 글리콜 다이메틸 에테르 등을 포함한다.       

제2 환원 작용제는 또한, 수분 조절은 명백하게 현상 이전의 건조 코팅의 영향을 나타내기 때문에, 휴멕
턴트용으로서, 일반적으로 휴멕턴트의 용액 처리된 성분으로서 바람직한 소르비톨에 의해 예증된 일종의 
휴멕턴트이다.  이것은 코팅내에서, 임의의 변환되지 않는 방사-감도성 복합물을 베이스로부터 세척하여 
제거시키는 현상 단계 동안, 부재(member)를 구성하는 내부 물질의 금속 코팅의 밀도를 유지하는데 실질
적인 도움이 된다.

적절한 계면 활성제 중에는, 폴리에테녹시 넌이오니아 에테르(polyethenoxy nonionic ethers) 예컨대, 롬 
앤드 하스사(Rohm  Haas Co.,)에 의해 제조된 Triton X-100 및, 노닐기 페놀(nonyl phenol)과 글리시돌
(glycidol) 예컨대, 올린 매티에존사(Olin Mathieson Company)에 의해 제조된 계면 활성제 6G와 10G 사이
의 반응에 기초한 넌이오니아 계면 활성제가 있다.

이러한 처리 용액 예컨대, 방사 감도성 복합물은 2.0 및 4.0(바람직하게는 2.5 내지 3.8) 사이의 수용액
의 pH를 조정하도록, 산성염 형태의 산성화 작용제와, 작은 양의 할로겐화물 이온(요오드화물, 브롬화물 
또는 염화물 이온)을 포함하여, 첨가제의 결합이 실질적으로 방사 에너지에 대한 처리된 평면 물질의 노
출에 의해 형성되는 코팅 밀도를 사실상 강화시키는 향상된 효과를 제공하게 한다.  

산성도를 조정하는 것은 그 목적을 위해 항상 작용제를 도입할 필요가 있는 것은 아니다.  왜냐하면, 다
른 기능성을 갖는 산성 물질 예컨대, 산성 성질(예를들어, 아스코르빅산, 글리세린등)의 광감도 환원 작
용제 또는, 할로겐화물 이온(예를들어, 하이드로클로릭산)을 도입하기 위한 약간의 첨가제에 의해, 전체
적으로 또는 부분적으로 그 조정이 달성될 수 있다.  이와 유사하게, 일부 또는 전체의 할로겐화물 이온
은 금속 염(예를들어, 구리 염화물)의 성분으로서 도입될 수도 있다. 

감도성 용액의 pH의 조정 또는 제어하는데 적용될 수 있는 다수의 적합한 산성화 물질중에는, 플로로보릭
산, 구연산, 래택스산, 포스포릭산, 황산, 아세트산, 포름산, 붕산, 염화수소산, 질산등이 있다.  폭넓은 
브롬화물, 염화물 및 요오드화염 및 다른 할로겐화물 발생액 용해 화합물이 이용되어, 처리 용액의 원하
는 할로겐화물 이온 량을 부분적으로 또는 전체적으로 제공할 수 있다.  이러한 것은 그중에서도, 일반적
인 금속염 및, 구리 브롬화물, 니켈 염화물, 코발트 염화물, 구리 염화물, 소듐 염화물, 칼륨 
요오드화물, 리튬 염화물, 마그네슘 요오드화물, 마그네슘 브롬화물, 소듐 브롬화물, 칼륨 브롬화물 등이 
포함될 수 있다.  이중, 브롬화염은, 염화물에 대응하는 어떠한 예들보다도 기판상의 매우 높은 감도성
(예들들어, 어둡고 밀한 위치)을 제공하기 때문에, 가장 적합하다. 

할로겐화물 이온은 용액에서 최소의 비율로 구성되며, 통상 약 0.045 내지 1.6%의 범위를 가지며, 용해 
고체의 전체 무게에 기초한 0.13 내지 0.45% 의 범위가 바람직하다.  할로겐 양은 감도성 용액의 리터당 
약 0.9 와 25mil 등량 사이이며 바람직하게는, 구리 브롬화물의 약 2.5mil 등량 예컨대, 0.3∼1.0gm/l가 
바람직하다.  할로겐화물 이온 비율의 증가는 일반적으로 바람직하지 않는데, 이러한 증가로 인하여, 최
적양으로 얻을 수 있는 이하로 처리에 대한 감도 결과가 줄어들게 된다.  또한, 등량으로서 표현된 이러
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한 할로겐화물 이온의 비율은, 처리 용액에서의 구리 또는, 이와 다른 환원가능한 비부식성 금속 카티온
의 비율 보다 적다.  예를들면,  할로겐화물 이온에 대한 그러한 금속 이온의 등량 비는 일반적으로 적어
도 2:1 의 범위이며, 바람직하게는 약 4:1 내지 100:1의 범위를 갖는다. 

방사 감도성 복합물은 완전히 습윤시키도록 그 물질에 적용되어, 기공을 한정시키는 데, 여기서 그 기공 
부재는, 복합물이 투과되는데 필요한 또는, 물질의 기공을 관통하는데 필요한, 충분한 시간 동안의 방사 
감도성 복합물에 영향을 받게 되어, 다공성 평탄 물질의 일측으로부터 다른 측까지의 기공이 한정되는 물
질의 기공 내에는 코팅이 형성된다.  이후에, 코팅된 다공성 부재는 공기에 의해 건조되거나, 오븐에서 
약 50℃ 이하로 열처리된다.  이러한 단계에서, 처리 복합물의 광감도성 성질을 보존하기 시키기 위해, 
그 물질은 노란색 광 조건하에서 처리되어야만 한다.  부재 또한, 70F 보다 적은 온도 상태로 유지되어야 
하며, 공정에 대해 불리한 영향을 받을 수 있는 부재의 물질에 의한 액체 흡수의 가능성 때문에, 60%의 
상대 습도보다 커서는 안된다. 

코팅된 다공성 부재의 일측 표면에는 불투명한 커버(55)(도 11)에 의해 선택된 영역에 마스크되어, 후속
하는 방사가 커버된 영역과의 충돌이 방지된다.  마스크 처리에 의해, 도트(dot) 모양의 도전 영역으로 
임의의 원하는 모양, 사이즈, 어레이 또는, 교차식 밴드 또는, 전기 접속자로서 이용되기 위해, 비도전성 
영역(전기적 절연)의 교차식 밴드에 의해 분리되며, Z-축 방향을 통해 제거된 도전 영역이 된다.  도트는 
일반적으로 원형이며, 다른 형상 예컨대, 정사각형, 직사각형등으로 이루어질 수 있다.  도트 사이즈는 
0.0001 인치 만큼 작을 수 있으며, 0.025 인치 만큼 크며,  바람직하게는 0.001 인치, 0.002 인치, 0.003 
인치, 0.004 인치, 0.005 인치, 0.008 인치, 0.009 인치이며 또는, 그들 단편의 피치(pitch)는, 인접한 
도트의 중심 사이의 거리로서 한정되는 것과 같이, 적어도 도트 지름 예컨대, 1mil 도트의 2 배인, 2mil 
피치(pitch)가 되는 것이 바람직하다.

도 11의 마스크 처리된 부재(member)는 방사 예컨대, 광, 전자 빔, 엑스레이 바람직하게는, 자외선 방사
등에 일정 시간 동안,  부재의 두께를 관통하여, 금속핵에 대한 금속염내의 금속 카티온을 환원시키는 데 
충분한 전력에 노출된다.  이후에, 부재는 마스크 제거되며, 산 또는 알칼리 세정 용액과 함께 세척되어, 
투명한 커버에 의해 보호되었던 방사 감도성 복합물을 제거한다.  만일, 용액이 수분 동안 예컨대, 5분 
보다 길거나 그 이하의 시간 동안 그 영역과 접촉하지 않을 경우, 산 또는 알칼리 세정(또는 고정) 용액
은 금속 핵에 대한 금속 카티온을 줄이는 방사 영역에 영향을 받지 않는다. 

엄밀히 말하자면, 도 11에 나타낸 바와 같이, 처리된 부재는 금속 마스크, 디아조 또는 실버 할로겐 막으
로 선택적 마스크 처리된다.  이후, 마스크 처리된 부재는 마스크 처리된 부재는 500마노미터의 파장 보
다 작은 시준 또는 비시준된 자외선원 중 하나에 포토 이미지 처리 된다.  촉진제 즉 비도전성 금속 핵, 
그 자체는 안정한 포토 이미지를 달성하기 위해, 최소한 200mil 주울의 방사 에너지를 필요로 한다.  

UV 광은 다공성 부재의 두께를 관통하는 데 충분히 강한 에너지를 갖는다.  그러므로, 후 속의 도금 공정
에 있어서, 도전 금속은 Z-축을 통해 연속하여 도금 처리가 이루어지게 되며, Z-축에의 전기적 연속성을 
제공한다.  원할 경우, UV 광 에너지는 평면 부재의 양측에 인가될 수 있다. 

5 분의 표준 주기가 경과후에, 촉매성 물질은, 황산 용액 예컨대, 8% 의 무게의 황산과, 92% 무게의 탈이
온  액체에  의해  세정되거나  또는,  알칼리  용액  예컨대,  40g/l의  에틸렌  다이아민  테트라아세트산과, 
100ml/l의 포름알데히드에 세정되어, 소듐 하이드록사이드와 함께 10보다 큰 pH로 조정된다.  이러한 세
정  단계의  목적은  포토-환원성  이미지를  보유하는  동안,  물질로부터  노출되지  않은  촉매를  제거함에 
있다.  

선택적 이미지를 함유하는 세정된 물질은 다음 단계에서, 반응성 금속 카티온 치환 용액으로 안정화된다.  
일반적인 용액은 아래의 표 4와 같다.

[표 4]

반응성 금속 카티온 용액

                     0.25g/l의 팔라듐 염화물

                     8% 무게의 황산 

                     92% 무게의 D.I용액

이미지는 더 안정한 카티온 예컨대, 팔라듐과 함께 구리의 치환 반응에 영향을 받는다.  구리가 박층식으
로 산화되려는 경향과, 팔라듐이 전해욕에서 환원 반응을 더욱 빠르게 개시하려는 경향 때문에, 더욱더 
안정된 시스템이 요구된다.  부재는 적어도 30초 동안에 이 용액에 유지되어야 하며, 이후에 1분 동안 
D.I 액체에 담겨진다. 

촉매성 부재는 선택적으로 전기 분해식 도금이 행해져, 하나 이상의 도전성 금속이 약 50 내지 60 마이크
로 인치의 증착 두께로 도금된다.  그러한 금속은 구리, 니켈, 금, 은, 백금, 코발트, 팔라듐, 로듐, 알
루미늄, 크롬을 포함한다.  전해욕 내에서의 시간 동안, 그 부재는 로킹 운동으로 진동되어, 금속이 기판
의 최가장자리 영역에 까지 확산이 되게끔 한다.  도금 처리는 먼저, 탈이온 액체에서 헹궈지게 되며, 이
후에 진동 전해 구리 욕내에, 기판 두께를 통하여, 팔라듐위의 물질내에 구리가 증착되는 데 충분한 시간 
동안 담기게 된다.  그러므로, Z-축 방향에서의 물질을 통해 선택된 영역내에, 물질 노드(50) 및 섬유질
(51)은 적어도 부분적으로, Z-축 부분(57) 및 상하단 콘택 패드(58,59)를 갖는 도전성 금속 층(56)에 도
포된다.   그러므로,  도  13을  참조하면,  도전성  금속(56)은,  상하단  패드(58,59)  사이의  선택  영역을 
통해, 연속한 도전 경로(24)를 형성한다.  

만일, Z-축 물질이 부재(8)로서 이용될 경우에, 이전에 지칭된 기공(49)을 충진하는 엘라스토머(60)로 흡
수될 수 있다.  엘라스토머는 탄성체적 성질을 갖는 임의의 물질 예컨대, 반드시 이에 한정되는 것은 아
니지만, 엘라스토머에 기초한 실록산(실리콘), 아크릴, 뷰틸 러버(butyl rubber), 황산염 폴리에틸렌, 에
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틸렌-프로필렌 러버, 플루오르화 엘라스토머 및, 폴리에스티렌, 폴리에틸렌, 네오프렌, 폴리뷰타디엔 등
을 포함하는 열가소성 러버(고무)를 포함한다.  바람직하게는 엘라스토머는 -55℃ 내지 200℃ 의 이용 범
위를 갖는 투명성 액체이며, 25℃에서는 특정 중력 0.98를 가지며, 25℃에 385cps의 점도를 갖는 다우 코
닝(Dow Corning :상표 등록명)3-1753으로 제공된다.  다우 코닝(상표 등록명)3-1753의 등각 코팅은 용융 
또는 연성화될 수 없는 실리콘 엘라스토머를 경화시킬 수 있다.  다우 코닝(상표 등록명)3-1765에 의해 
제공될 수 있는 다른 엘라스토머는 투명하며, 25℃에서 0.98의 비중을 가지며, 230cps의 점도를 갖는다. 
투명성을 갖는 다우 코닝(상표 등록명)1-1405는 투명하며, 25℃에서 0.98의 비중, 450cps의 점도를 갖는
다.

흡수 용액은 비접착성 실리콘 엘라스토머 예컨대, 다우 코닝(상표 등록명)3-1753, 1-1405와, 제너럴 일렉
트릭사의 PSA  595  실리콘으로부터 준비되며, 적절한 용매로서는 예컨대, 옥타메틸트라이실록산(05-20), 
메틸 다이메틸포르마메이트(DMF), 테트라하이드로푸렌(THF), 미네랄, 저 알코올 예컨대, C1-C6 알코올, 바

람직하게는 이소프로판올을 포함함과 동시에, 10% 내지 70% 용액에 대한 무게를 포함하는 엘라스토머인 
다우  코닝으로부터의  케톤을  포함한다.   엘라스토머는  완전히  혼합되며,  용매에서  분해되어, 스터링
(stirring) 기술 또는 이와 유사한 혼합 기술에 의해, 엘라스토머 용액을 형성한다.  엘라스토머 용액은 
탱크 또는 다른 적합한 용기내에 놓여지며, 이후에 선택 도전 Z-축 물질은 엘라스토머 용액에 담기게 되
어,  물질의  기공으로  용액이  흡수  또는  주입되어진다.   담금  처리는  디핑(dipping)처리로  행해질  수 
있다.  디핑 처리는 일종의 주입 기술이지만, Z-축 물질을 주입할 수 있는 임의의 다른 공정이 이용될 수 
있다. 

엘라스토머 용액을 포함하는 Z-축 물질은 2 내지 15 분 동안, 바람직하게는 5 내지 10 분 동안, 가장 바
람직하게는 5 분 동안, 공기 건조로서, 드라이 랙에 놓여진다.  건조 시간은 기공 사이즈, 물질 두께, 용
매의 양에 따라 조절된다.  공기 건조의 길고 또는 짧음은 보다 두꺼운 Z-축 물질이 공기 건조되고 또한, 
보다 큰 용매량이 존재할 경우에 중요한 요인이 된다. 이후에, 공기 건조된 Z-축 주입 물질을 함유하는 
랙은 열공급 오븐에 놓여지며,  10과 70분 사이, 바람직하게는 용매를 제거하기 위한 30분 시간 주기 동
안에 약 95℃ 와 145℃ 사이의 온도에, 바람직하게는 약 120℃의 온도로 유지되어 진다. 

건조 및 열공급은 잔존하는 용매량이 약 1.0%의 무게, 바람직하게는 0.2%의 무게 보다 작게 감소될 때 까
지 행해진다.  

만일, Z-축 물질이 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)의 용도로서 이용될 경우에, Z-축 물질은 결합용 접
착제에 흡수된다.  만일 그 물질이 두 개의 다른 도전성 물질 사이의 접속자 계면으로서 이용될 경우에,  
Z-축  물질의 통로는 접착제로 충진될 수  있다.   적합한 접착제는 에폭시 수지,  아크릴 수지,  우레탄 
수지, 실리콘 수지, 폴리아미드 수지, 시안산염 에스테르 수지 등을 포함한다.  접착제는 일반적으로 접
착 용액내에 부재를 담금 처리함에 의해, 기공으로 흡수된다.  에폭시 수지의 경우에, 적합한 용매는 메
틸에틸케톤이 된다.  결합능을 제공하기 위해, 접착제가 흡수되거나 또는, Z-축 물질로 주입되면, 그것은 
160℃로 베이킹되며, 부분적으로 접착제가 경화된다.

Z-축 물질 실시예

아래의 실시예에서, 이용된 촉매성 처리 용액은 D.I 용액의 1리터를 첨가함에 의해 준비된다.

[표 5]

이용된 고정 용액은 8% 무게의 황산, 92% 무게의 증류액으로 이루어진다.  안정화 용액 또한 이용되며, 
아래와 같은 성분을 포함한다. 

[표 6]

안정화 용액

                     0.25g/l의 팔라듐 염화물

                     8% 무게의 황산

                     92% 무게의 증류액
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제9 실시예

'467특허에서 나타낸 바와 더블유. 엘. 고어 앤드 어소시에이츠, 인코오포레이티드 에 의해 획득된 확장
된 다공성 폴리테트라플로로에틸렌 부재는, 약 30초 동안, 상온에서, 75%의 메탄올, 25%의 에탄올 및 1%
무게 백분율로 구성된 테트라플로로에틸렌 및 비닐 알코올 용액내에 담금 처리함에 의해 습윤제와 함께 
처리된다.  

이후에, 습윤된 부재는 촉매성 처리 용액에 60초 동안 디핑(dipping)처리 하고, 이후에 50℃로 약 3분 동
안 건조시킨다.  이후,  부재의 일측 표면은 12mil의 피치(중심 대 중심)와 6mil의 지름으로된 디아조
(diazo) 막의 도트로 마스크 처리된다.  

그후에,  부재는 약 2분 동안 1600mil  주울로,  콜리메이트 UV  광원에 노출된다.   약  5분의 소준 기간 
후에, UV 처리된 부재는 고정 용액에서 30초간 세정되어, 노출되지 않은 촉매성 처리 용액을 제거한다.  
이후에, 선택적으로 이미지 처리된 부재는 1 분 동안 안정화 용액에 디핑됨으로써 안정화되고, 이후에 1 
분 동안 증류액내에서 세정된다.

안정화된  부재는  이후에,  1리터의  D.I  용액을  기초로한  구리  도금  욕  복합물(Shipley  3)에  디핑 
처리된다.  

[표 7]

도금 용액

                     30 그램의 에틸렌디아민 테트라 아세트산

                     6 내지 8 그램의 소듐 하이드록사이드

                     5 내지 7 그램의 제2구리 황산염

                     2 내지 3 그램의 포름알데히드

                     2 그램의 미리 설정된 계면 활성제      

부재는 71/2 분동안 진동 욕을 이용한 욕조에서 진동되어, Z-축을 관통하며, 촉매화된 부분내의 부재의 
기공을 통하여, 구리의 확산이 증대된다.

제10 실시예    

'467 특허에 게재된 바와 같이, 6mil(150마이크로미터) 두께, 확장됨과 동시에 다공성인 폴리테트라플로
로에틸렌 부재는, 1 분 동안의 디핑 처리에 의해, 2 프로페놀에 그것이 영향을 받게 함으로써 습윤된다.  
이후에, 1분 동안 촉매성 처리 용액에 디핑되며, 건조, 마스크 처리 및, UV 광에 영향을 받게 된 후에, 
제9 실시예에서와 같이, 고정 및 안정화 용액에 영향을 받게 된다.  Z-축 물질은 제9 실시예에서 처럼 처
리되며, 제9 실시예에서 처럼 코팅 처리된다. 

제11 실시예

2 mil 두께의 확장 다공성 폴리테트라플로로에틸렌 부재는, 10mil 길이의 3mil 패드인 마스크 스트립을 
제외한,  제9 실시예에서와 같은 방법으로 준비된다. 

제12∼14 실시예        

제9 실시예의 절차는 다공성 폴리에틸렌, 다공성 폴리프로필렌 및, 오픈 셀, 다공성 폴리우레탄로 형성된 
부재를 위해 수반되어, Z-축을 따라 확장된 불규칙한 모양의 도전성 경로를 갖는 Z-축 물질을 생성한다. 

엘라스토머 선택적 도전성 Z-축 물질     

제15 실시예  

제9 실시예의 Z-축 물질은 탱크내에 용액을 배치하고, Z-축 물질을 디핑 처리함에 의해 아래의 용액이 흡
수되며, 이것은 용액의 프레임으로 지지된다.  

[표 8]

엘라스토머 용액  

                     22그램의 실리콘 3-1765(다우 코닝)

                     78그램의 OS-20 용매(다우 코닝)

주입된 Z-축 물질은 건조 랙내에서 5분 동안 공기 건조된다.  건조 랙은 오븐내에 위치되며, 용매를 제거
하기 위해, 30 분 동안 120℃로 열처리된다.  

후술하는 제16내지 20 실시예에서, Z-축 물질은 실리콘 엘라스토머와 함께 주입된다.  하지만, Z-축 물질 
또한 엘라스토머 없이 이용될 수 있다. 

제16 실시예       

도 17(1000×크기)에서 나타낸 노드-섬유질성 구조를 갖는 확장된 다공성 폴리테트라플로로에틸렌 부재로
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부터 형성된 부재는, 0.22gm/㎤의 밀도와 함께 76㎛의 두께를 가지며, 25℃에서 70%의 공기 체적을 갖고, 
더블유. 엘. 고어 앤드 어소시에이츠, 인코오포레이티드로부터 이용 가능하게 되었으며,  5mil 피치를 갖
는 2mil 패드인 마스킹 스트립을 제외한 상태로서, Z-축 부재로부터 형성되는 제1 실시예와 같이 준비된
다.  Z-축 부재에는 30%의 다우 코닝(상표 등록명)3-1753 실리콘을 함유하는 실리콘 용액이 주입된다.  

제17 실시예 

도 14(1000×크기)에서의 노드-섬유질성 구조를 갖는 제16 실시예와 유사한 유사한 폴리테트라플로로에틸
렌 부재는, 15mil 피치를 갖는 8mil 패드인 마스킹 스트립을 제외한 상태로서, Z-축 부재로부터 형성되는 
제1 실시예와 같이 준비된다.  Z-축 부재에는 30%의 다우 코닝(상표 등록명)3-1753 실리콘을 함유하는 실
리콘 용액이 주입된다.  

제18 실시예 

더블유. 엘. 고어 앤드 어소시에이츠, 인코오포레이티드에 의해 이용 가능하게 되었으며, 25℃에서, 40㎛
의 두께, 0.4gm/㎤ 의 밀도 및, 20%의 공기 체적을 가지며, 도 15(1500×크기)에서 나타낸  노드-섬유질
성 구조를 갖는 확장된 다공성 폴리테트라플로로에틸렌은 15mil 피치를 갖는 8mil 패드인 마스킹 스트립
을 제외 상태로서, Z-축 부재를 형성하기 위한 제1 실시예와 같이 준비된다.  Z-축 부재에는 30%의 다우 
코닝(상표 등록명)3-1753 실리콘을 함유하는 실리콘 용액이 주입된다.  

제19 실시예

더블유. 엘. 고어 앤드 어소시에이츠, 인코오포레이티드에 의해 이용 가능하게 되었으며, 약 25℃에서, 
70%의 공기 체적, 0.35gm/㎤의 밀도, 100㎛의 두께를 가지며, 도 16(1000×크기)의 노드-섬유질성 구조의 
확장된 다공성 폴리테트라플로로에틸렌은, 15mil의 피치를 갖는 8mil 패드인 마스킹 스트립을 제외한 상
태로서, Z-축 부재를 형성하기 위한 제1 실시예로서 준비된다.  Z-축 부재에는 30%의 다우 코닝(상표 등
록명)3-1753 실리콘을 함유하는 실리콘 용액이 주입된다.  

제20 실시예

더블유. 엘. 고어 앤드 어소시에이츠, 인코오포레이티드에 의해 이용 가능하게 되었으며, 약 25℃에서, 
70%의 공기 체적, 0.20gm/㎤의 밀도, 150㎛의 두께를 가지며, 도 17(1000×크기)의 노드-섬유질성 구조의 
확장된 다공성 폴리테트라플로로에틸렌은, 15mil의 피치를 갖는 8mil 패드인 마스킹 스트립을 제외한 상
태로서, Z-축 부재를 형성하기 위한 제1 실시예로서 준비된다.  Z-축 부재에는 30%의 다우 코닝(상표 등
록명)3-1765 실리콘을 함유하는 실리콘 용액이 주입된다.  

제21∼23 실시예

전술한 제9∼11 실시예의 Z-축 기판 부재는, 결합 성능을 제공하기 위해, 에폭시 접착제가 주입되고, 160
℃에서 베이킹된다.

제24∼29 실시예  

엘라스토머를 위한 매트릭스를 형성하는 제15∼20 실시예에서의 Z-축 물질들은, 에폭시 접착 수지로서, 
주입되지 않은 상태로 접촉되며, Z-축 접착 물질을 형성하도록 160℃로 열처리된다. 

도 18 및 도 19는 각각 8mil 패드 및, 15mil 피치를 갖는 8mil 패드에 대한 전자/현미경으로 주사한 것이
다.

박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트 

박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)는 도 20∼34를 참조하여 설명되어지며, 베이스 유닛의 제1 단자(13)에 
대응하는 패턴으로 정렬된 콘택 패드(도 34)를 갖는 상단 표면(8)과, 하단 표면에 융기된 도전성 금속 범
프로 이루어진다.  각각의 콘택 패드는 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트(9)의 하단 표면에 있는 도전성 범
프에 전기적으로 결합된다.  번인 장치가 이용될 때, 도전 성 범프는 테스트 시에, 웨이퍼의 콘택 패드에 
접촉된다.  

도 34에서 나타낸 바와 같이, 박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트는 제1 층(61) 및 제2 층(62)을 포함한다.  
제1 층(61)은 하나의 표면(65)내에 형성되며, 다른 표면에 있는 도전 패드(66)에 각각 결합되는 적어도 
하나의 도전 비아(64)를 갖는 유전 물질(63)로부터 형성된다.  이러한 층들은 웨이퍼 레벨 콘택 시트의 
일부를 형성하도록 처리되는 기판을 형성한다.  제1 층(61)은 일종의 기판(67)이며, 보다 바람직하게는, 
더블유. 엘. 고어 앤드 어소시에이츠, 인코오포레이티드에 의해 이용 가능하게 된 코어플렉스(상표 등록
명)이다.  고어 플렉스(상표 등록명) 대신에, 유전체 물질(63)은 스피드보드 Co  또는, 접착제-충진제-
ePTFE 복합물, 구리를 갖는 클래드(clad)로부터 형성된다.  

제2 층(62)은 도전성 금속 범프 또는 제2 층의 하단 표면상의 콘택을 갖는 Z-축 경로와, 일련의 전기적으
로 절연되며, 불규칙한 모양의 도전성을 갖는 다공성 Z-축 물질로부터 형성된다.  도전성 범프(67)은 블
라인드 비아(64)를 통해 제1층(61)상의 도전성 패드(66) 및, Z-축 물질을 함유하는 접착체내의 불규칙한 
모양의 Z-축 경로에 결합된다.  

도 20∼34를 참조하면, 도 34의 박층식 웨이퍼 콘택 시트는 도 20과 도 24 각각의 제1 및 제2 유전체 박
층식 기판(67,68)로부터 제조된다.  각각의 유전체는 상단 및 하단의 구리 층(도 20)을 갖게 박층된다. 

기판(67)은 도전층(69)(예컨대, 구리등)과, 스피드보드 C(상표 등록명) 또는 접착 페이스트 ePTFE 복합물 
및, 도전층(71)(예컨대, 구리등)로부터 형성된 유전체층(70)를 포함한다.  유전체층(70)은 레이저 또는 
플라즈마 공정 예컨대, 유리 강화 유전체층과 같은 에칭에 대해 저항성있는 물질을 함유해서는 않된다.  
접합한  유전  물질은,  반드시  이에  한정하는  것은  아니지만,  폴리마이드  및  폴리마이드  박층,  에폭시 
수지, 유기 물질 또는, 적어도 일부의 폴리테트라플로로에틸렌의 적어도 일부를 구성하는 유전 물질을 포
함한다.  하나의 유전 물질은, 스피드 보드(상표 등록명) 유전 물질 또는 전술한 바 있는 접착제 SiO2 로 
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충진된 다공성 기판하에서, 더블유. 엘. 고어 앤드 어소시에이츠, 인코오포레이티드로부터 획득될 수 있
다. 

유전체층(70)의 두께는 중요하다.  이러한 두께는 결국 금속 콘택의 높이를 한정하게 된다.  포토레지스
트가 구리층(69,71) 각각에 적용되며, 이미지 처리되어, 웰(well) 예컨대, 함몰부 또는 비아가 형성된다.  
노출된(이미지 처리된) 영역(도시하지 않음)내의 구리는 적합한 종래의 구리 식각제 예컨대, 식각 용액에 
기초한 구리 염화물에 의해 식각된다.  노출된 영역내의 구리가 식각된 후에, 유전체(70)의 일부가 보이
게 된다.  이후에 포토레지스트가 기판으로부터 제거된다.  

노출된 유전체 일부가 레이저에 의해 애벌레이션되어, 웰(72)이 한정되며, 이곳에 금속 콘택이 형성된
다.(도 21) 한편, 구리층(69)은 마스크로서의 기능을 행하며, 노출된 유전체 일부(70)의 애벌레이션을 허
용하고 있음에 유의하여야 한다.  구리층(71)은 스톱층으로서의 역할을 행하며, 웰(72)의 하단부를 한정
한다.  노출된 유전체 일부의 애벌레이션은 구리층의 제거 없이, 유기성 유전체를 선택적으로 애벌레이션
하는 적합한 임의의 레이저에 의해 달성 가능 하다.  UV 파장으로 동작하는 레이저 예컨대, 엑시머 레이
저 또는, 3중, 4중 주파수 처리된 YAG 레이저가 특히 가장 적절하다.  하지만, 다른 종류의 레이저 또한 
이용 가능하다.  레이저는 주사성 모드로 동작 될 수 있으며, 그곳에서의 기판 표면은 커다란 레이저 스
폿으로 또는, 포커싱된 빔에 의해 제거된다.  노출된 유전체 부분의 레이저 애벌레이션에 덧붙여, 다른 
공정이 채용되어, 노출된 유전체 부분을 선택적으로 제거시킬 수 있다.  예컨대, 반드시 이에 한정되는 
것은 아니지만, 플라즈마 에칭, 반응성 이온 에칭, 또는 화학 에칭등이 있다.  하지만, 레이저 애벌레이
션 공정이 특히 적절하며, 이는 웰의 모양을 더 정밀하게 제어할 수 있게 한다.  단순한 회절은 주사 모
드의 레이저 애벌레이션 공정의 경우에, 끝이 점점 가늘어지는 원뿔 모양이 발생시킬 수 있다. 

결국, 블라인드 비아(72)가 형성된다.  이후에, 웰 또는 비아(72)의 내면은 도전성 금속(73) 예컨대, 구
리로 코팅된다.  구리는 적절한 기술 예컨대, 전기 분해 도금, 스퍼터링, 증발 또는, 직접 전자 증착이 
가능하게 하는 도전성 코팅 증착에 의해 증착 될 수 있다. 

이러한 과정 후에, 기판(67) 뿐만 아니라, 이후에의 패드 영역(74)의 전체 상부는 포토레지스트(75)(도 
22)에 의해 코팅된다.  기판(67)의 바닥면에의 노출된 구리(76)는 적합한 종래의 구리 식각제 예컨대, 식
각제 용액에 기초한 구리 염화물에 의해 식각된다.  이후에, 포토레지스트(75)가 구리 패드(77)(도 23)가 
남아있는 기판의 상단 및 하단 표면으로부터 제거된다.  선택적으로, 제1 니켈 및 제2 골드층은 패드(7
7)의  외측에  증착될  수  있으며,  이때의  니켈층은  구리층  내부로  골드층의  확산을  감소시키는  역할을 
한다. 

제2 유전체 박층 기판(68)(도 24)은 기판(67)과 동일하며, 상단 구리 층(78), 유전체층(80) 및 하단 구리 
층(79)을 포함한다.  기판(67)과 함께, 유전체층(80)은 레이저 또는 플라즈마 공정에 의해 예컨대, 유리 
강화 유전체 층을 식각되는 것을 저지하는 물질이 포함되어서는 안된다.  

다시 말하자면, 포토레지스터는 각각의 구리층(78,79)(도시하지 않음)에 적용되며, 함몰부 또는 비아(8
1)이 형성되는 웰 영역에는 종래의 기술에 의해 이미지 처리된다.  이미지 처리된 구리 층(78)와, 노출된 
영역(도시하지 않음)은 적합한 종래의 식각제 예컨대, 식각 용액에 기초한 구리 염화물에 의해 식각된다.  
노출된 영역에서 구리가 식각된 후에, 유전체 층(80)의 노출 부분이 보이게 되며, 웰(81)(도 25)를 한정
하도록, 레이저로서 애벌레이션시킨다.  웰 또는 비아(81)가 한정되어진 후에, 베이스 기판은, 기판(67)
과 관련하여 전술한 웰 또는 비아(81)의 측벽에, 구리와 같은 표면 도전 층(82)을 증착하는 방법으로 처
리된다.  이후에, 포토레지스트(83)이 기판(68)(도 26)의 상부에 적용되며, 뿐만 아니라, 기판(68)의 바
닥면에 도금화 또는 금속화를 피하기 위해 패드 및/또는 트레이스를 형성하는 이미지 처리가 적용된다. 

포토레지스트에 의해 보호되지 못한 영역은 구리에 대한 식각 선택비를 갖는 금속 예컨대, 니켈등으로 금
속화되어, 니켈층(84)을 형성한다.(도 27)  이후에, 증착된 니켈은 저 저항성 접촉을 형성하도록, 골드층
으로 코팅된다.  이후, 포토레지스트가 기판의 상하단 표면으로부터 제거된다.(도 28)

박층식 웨이퍼 레벨 콘택 시트는 이후에, Z-축 물질(87)의 상단에 있는 상기 처리된 제1 유전성 박층식 
기판(85) 및, 제2 유전성 박층식 기판(86) 사이에, 선택적으로 도전성 Z-축 물질(87)이 위치됨으로써 어
셈블링된다.  3개의 층들은 435F의 온도 및 325psi 압력하에서, 함께 박층 처리되는데, 여기서 상기 Z-축 
물질(87)내의 접착제는 기판(85,86)을 결합시킨다. 

3개의 층 유닛(88)이 형성된 후(도 30)에, 구리층(89)가 전술한 구리 식각 용액을 이용하여 제거되어, 층
(90)이 잔존하게 된다.(도 31)  이후에, 유전체(90)가 제거되어, 범프(92)를 갖는 구리층(91)이 잔존하게 
된다. (도 32)  포토레지스트(93)이 이후에, 처리된 기판에 있는 주변 영역(96,97) 및 비아(94), 구리층
(98)에 적용되어, 노출된 구리층(95)이 제거된다.  포토레지스트가 제거되며, 웨이퍼 레벨 콘택 시트가 
형성된다.  도전성 비아(94)는 Z-축 물질(87)내의 도전성 Z-축 경로를 통하여, 범프(67)에 이후에 결합되
는 도전성 패드(99)에 결합된다. 

비아상의 금속 코팅을 형성하는데 적합한 공정은, 반드시 이에 한정되는 것은 아니지만, 종래의 전기분해 
구리 도금 처리, 스퍼터링, 증발 또는, 직접적인 전가증착을 가능하게 하는 도전성 코팅 증착 또는 임의
의 다른 공정들에 의해 수행된다.  추가의 전기적 증착된 구리는 이러한 증착에 대한 두께 조절용으로서 
이용될 수 있으며, 추가의 공정 단계로 인해 튼튼한 표면을 제공할 수 있다. 

도 35는 전술한 방법에 따라 웨이퍼 레벨 콘택 시트에 형성된 범프의 SEM 사진이다. 

도 36에서, 도 26의 기판은 도전성 범프를 제공하기 위해 형성되는 패드 표면과 비아의 크기를 약간 확장
하여 제공한 것이다. 도 36에서 나타낸 바와 같이, 비아는 상단 지름 A, 바닥 지름 B, 높이 C를 가지며 
여기서, A는 25㎛와 75㎛ 사이이며, B는 10㎛와 60㎛ 사이이고, C는 20 ㎛와 75㎛사이이다.  포토레지스
트(83)로부터 형성되는 패드의 지름 D는 35㎛와 150㎛ 사이에 있다.  도 34 및 도 37에서 나타낸 범프
(67)는 실질적으로 평면 팁(101)을 가지며, 이 평면 팁은 5㎛와 50㎛ 사이의 종단 지름과, ±2㎛의 허용 
오차를 가지며, 이것은 비아(81)에 의해 임시 지지된다.
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    발명의 효과

상기한 바와 같은 본 발명에 의해 전술한 목적들을 효과적으로 달성할 수 있으며, 구체적으로는 땜납 리
플로우(reflow) 또는 정제(cleaning)할 필요성 없이, 보다 높은 평면성 및 유동성을 가짐과 동시에, 웨이
퍼상의 칩 패드와 접촉하기 위해 소자 콘택들의 구조적인 일체성이 유지되는 개선된 웨이퍼 레벨 번인 장
치를 제공할 수 있는 효과가 있다. 

이와 같이 본 발명의 바람직한 실시예가 개시나 설명되었지만, 이것을 한정하고자 하는 의도는 아니며, 
이하의 특허청구범위에서 또는 이의 동등물로서 한정된 것과 같은 본 발명의 기술적 사상의 범위내에서의 
모든 변경을 포함하고 있음에 유의하여야 한다. 

(57) 청구의 범위

청구항 1 

웨이퍼 레벨 번인 기판에 있어서,

하단 표면에, 전기 성분의 도전 패드에 접속되는 제 1세트 단자 및 테스트 신호 발생기에 접속되는 제2 
세트의 단자가 복수개로 구성되는 고 평면성 베이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기
판. 

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 고 평면성 베이스는 교호하는 도전층 및 유전체층을 추가로 포함하는 것을 특징으
로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 고 평면성 베이스 유닛은 삽입된 유전체층을 가지면서 복수개로 중첩된 코플레이너 
도전성 단편 구성의 제1 신호층을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 베이스 유닛은 저 열 팽창 계수(CTE)를 갖는 베이스를 포함하며, 상기 베이스 물질
은 상기 베이스 유닛의 열 팽창을 제한하는 상기 제1 신호층의 최상단의 유전체층 사이에 배치되는 것을 
특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 제1 세트의 단자와 상기 제2 세트의 단자는 상기 신호층의 하단 표면에 배치되는 
것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 6 

제4항에 있어서, 실질적으로 연속된 도전성 시트이며, 상기 저 CTE 베이스의 반대쪽에 배치되고, 상기 최
상단의 유전체층과 상기 저 CTE층 사이에 배치되는 코아층을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 
레벨 번인 기판.

청구항 7 

제6항에 있어서, 상기 코아층과 상기 저 CTE 베이스 사이에 배치되며, 상기 코아층의 상기 유전체층의 반
대쪽에 배치되는 복수개의 코플레이너 도전성 단편을 갖는 제2 신호층을 추가로 포함하는데, 이 제2 신호
층은 상기 저 CTE 베이스와 상기 제2 신호층의 상기 복수개의 코플레이너 도전성 단편 사이에 배치된 유
전체를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 8 

제3항에 있어서, 상기 제1 세트의 단자는 상기 제1 신호층에 배치되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 
번인 기판.

청구항 9 

제6항에 있어서, 유전체의 반대쪽에 배치되는 상기 복수개의 제1 세트의 단자를 갖는 패드층을 추가로 포
함하는데, 이 패드층의 상기 유전체는 상기 고 평면성 베이스 유닛의 반대쪽에 배치되는 것을 특징으로 
하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 10 

제9항에 있어서, 상기 패드층은 상기 코아층의 반대쪽에 배치되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 
기판.

청구항 11 

제9항에 있어서, 상기 패드층은 상기 제1 신호층의 반대쪽에 배치되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 
번인 기판.

청구항 12 

제9항에 있어서, 상기 제1 세트의 단자의 적어도 하나는 상기 패드층의 적어도 상기 유전체를 통한 도전

37-20

1019970058289



성 비아에 의해 상기 복수개의 코플레이너 도전성 단편에 대응하게 개별 결합되는 것을 특징으로 하는 웨
이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 13 

제9항에 있어서, 상기 코아층의 상기 실질적으로 연속하는 도전성 시트는 상기 제2 세트의 단자 중 적어
도 하나에 전기적으로 결합되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 14 

제13항에 있어서, 상기 제1 세트의 단자의 적어도 하나는 상기 패드층의 적어도 상기 유전체를 통한 도전
성 비아에 의해 상기 실질적으로 연속하는 도전성 시트에 결합되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 
기판.

청구항 15 

제4항에 있어서, 유전체층의 반대쪽의 배치된 도전층을 가지며, 상기 저 CTE 베이스의 반대쪽에 배치되는 
밸런싱층과,

상기 제1 신호층의 상기 유전체와 상기 도전성 단편에 실질적으로 부합하는 밀도를 갖는 상기 밸런싱층의 
상기 도전층과 유전체층을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 16 

제4항에 있어서, 상기 고 평면성 베이스 유닛의 층과 대응하며 실질적으로 부합하는 밀도를 갖는 유전체
층과 도전층을 각각 그 구성으로 하는 적층 밸런싱층을 추가로 포함하며, 이 적층 밸런싱층은 상기 유전
체층 중  하나상에 상기 저  CTE  베이스의 반대쪽으로 배치되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 
기판.  

청구항 17 

제6항에 있어서, 상기 코아층의 상기 실적적으로 연속하는 도전 시트는 금속성 메시인 것을 특징으로 하
는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 18 

제6항에 있어서, 상기 코아층의 상기 실질적으로 연속하는 도전성 시트는 5㎛ 및 50㎛ 사이의 두께를 갖
는 구리 시트로 이루어지는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 19 

제1항에 있어서, 상기 베이스 유닛은 75㎜ 및 300㎜ 사이의 사이즈로 반도체 웨이퍼를 도포하도록 크기 
조절되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 20 

제19항에 있어서, 상기 베이스 유닛은 6＂×6＂ 및 12＂×12＂사이의 크기인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 
레벨 번인 기판.

청구항 21 

제1항에 있어서, 상기 베이스 유닛은 200㎜ 웨이퍼를 도포하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기
판.

청구항 22 

제4항에 있어서, 상기 저 CTE 베이스는 직선 피트당 0.010 보다 적은 평면성을 갖는 것을 특징으로 하는 
웨이퍼 레벨 번인 기판.  

청구항 23 

제4항에 있어서, 상기 저 CTE 베이스는 저 복합 열 팽창 계수를 갖는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번
인 기판.

청구항 24 

제4항에 있어서, 상기 저 CTE 베이스는 저 열 팽창 계수를 갖는 금속 또는 금속 합금 구성의 제1 및 제2 
층을 포함하고, 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금은 직선 피트당 0.01 보다 적은 평면도를 갖도록, 기계
식 처리된 표면을 각각 갖는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 25 

제24항에 있어서, 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금층은 니켈 합금이며, 상기 기판은 상기 제1 및 제2 니
켈 합금층 사이에 배치된 구리층을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 26 

제25항에 있어서, 상기 제1 및 제2 접착성 유전체층은 각각이 상기 구리층과 상기 제1및 제2 니켈 합금층 
사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 27 
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제25항에 있어서, 상기 니켈 합금은 약 30wt%와 42wt% 사이의 니켈이 함유되는 것을 특징으로 하는 웨이
퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 28 

제25항에 있어서, 상기 니켈 합금은 약 4ppm/℃ 내지 약 1ppm/℃이하 사이의 열 팽창 계수를 갖는 것을 
특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 29 

제26항에 있어서, 상기 제1 및 제2 접착성 유전체층은 적어도 200℃의 Tg 를 각각 갖는 것을 특징으로 하

는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 30 

제26항에 있어서, 상기 유전체층은 상기 접착제를 지지하는 다공성 폴리머를 포함하는 것을 특징으로 하
는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 31 

제30항에  있어서,  상기  다공성  폴리머는  다공성  폴리올레핀인  것을  특징으로  하는  웨이퍼  레벨  번인 
기판.

청구항 32 

제30항에 있어서, 상기 다공성 폴리머는 다공성 폴리프로필렌 또는 다공성 폴리에틸렌인 것을 특징으로 
하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 33 

제30항에 있어서, 상기 다공성 폴리머는 직물성 또는 섬유질성 물질인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 
번인 기판.

청구항 34 

제30항에 있어서, 상기 다공성 폴리머는 플로로폴리머인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 35 

제30항에 있어서, 상기 접착제 또한 충진제 혼합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기
판.  

청구항 36 

제35항에 있어서, 상기 충진제는 상기 유전체층의 전체 무게에 대한 적어도 25wt% 백분율을 포함하는 것
을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 37 

제35항에 있어서, 상기 충진제는 상기 유전체층의 전체 무게에 대해 30wt% 내지 90wt% 사이를 포함하는 
것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 38 

제35항에 있어서, 상기 충진제는 상기 유전체층의 전체 무게에 대해 30wt% 내지 70wt% 사이를 포함하는 
것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 39 

제35항에 있어서, 상기 충진제는 비도전성 카본을 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 40 

제39항에 있어서, 상기 비도전성 카본은 퍼네이스 블랙인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 41 

제35항에 있어서, 상기 충진제는 용융 실리콘의 증기 연소로부터 준비된 SiO2인 것을 특징으로 하는 웨이

퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 42 

제41항에 있어서, 상기 충진제 또한 비도전성 카본을 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기
판. 

청구항 43 

제42항에 있어서, 상기 비도전성 카본은 퍼네이스 블랙인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 44 
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제35항에 있어서, 상기 충진제는 용융 티타늄 및 알루미늄의 증기 연소로부터 각각 준비되는 TiO 2 또는 

AlO3를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.  

청구항 45 

제30항에 있어서, 상기 접착제는 에폭시 수지인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 46 

제30항에 있어서, 상기 접착제는 아크릴 수지인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 47 

제30항에 있어서, 상기 접착제는 우레탄 수지를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 48 

제30항에 있어서, 상기 접착제는 실리콘 수지인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 49 

제30항에 있어서, 상기 접착제는 폴리마이드 수지인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 50 

제30항에  있어서,  상기  접착제는  시아네이트  에스테르  수지인  것을  특징으로  하는  웨이퍼  레벨  번인 
기판. 

청구항 51 

제30항에 있어서, 상기 접착제는 에폭시 수지, 아크릴 수지, 우레탄 수지, 실리콘 수지, 폴리마이드 수지 
또는 시아네이트 에스테르 수지 성분으로부터 선택되며, 적어도 두개의 접착성 성분의 혼합물을 포함하는 
것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 52 

제24항에 있어서, 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금은 복합 두께 t1을 가지며 이들 사이에, 두께 t2로서 

화학적으로 구별되는 중간 삽입 금속 또는 금속 합금층을 가지는데, 상기 t2에 대한 t1의 비는 ±3ppm/℃

의 반도체 웨이퍼의 열 팽창 계수에 부합하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.  

청구항 53 

제24항에 있어서, 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금층은 약 115mil의 두께를 갖는 것을 특징으로 하는 웨
이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 54 

제52항에 있어서, 상기 중간 삽입층 두께에 대한 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금층 두께의 상기 비는 
실리콘 웨이퍼 ±3ppm/℃에 부합하는 열 팽창 계수를 제공하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기
판.

청구항 55 

제52항에 있어서, 상기 두께 비는 ±3ppm/℃의 게르마늄, 실리콘 게르마늄, 실리콘 카바이드, 갈륨, 아세
나이드, 셀레늄 또는 텔륨으로부터 형성되는 웨이퍼와 부합하는 열 팽창 계수를 제공하는 것을 특징으로 
하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.  

청구항 56 

제1항에 있어서, 상기 기판은 직선 피트당 약 0.001인치의 평면성을 갖는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레
벨 번인 기판.

청구항 57 

제26항에 있어서, 상기 저 CTE 베이스의 상기 유전체층 각각은 일정한 두께를 가지며, 상기 저 CTE 금속 
또는 금속 합금층과의 결합시에, 웨이퍼의 ±3ppm/℃ 열 팽창 계수와 부합하는 열 팽창 계수를 갖는 베이
스를 제공하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 58 

제57항에 있어서, 상기 저 CTE 베이스의 상기 유전체층 각각은 25㎛ 및 250㎛ 사이인 것을 특징으로 하는 
웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 59 

제25항에 있어서, 상기 구리층은 상기 CTE 금속 또는 금속 합금층과 상기 구리층의 전체 두께에 대해 약 
10%를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판.

청구항 60 

37-23

1019970058289



제1항에 있어서, 상기 제1 및 제2 세트의 단자는 금속성 콘택 패드인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번
인 기판.

청구항 61 

제60항에 있어서, 상기 금속성 콘택 패드는 필수적으로 구성하고 있는 구리, 니켈, 골드, 백금, 팔라듐, 
코발트의 그룹으로 선택된 금속으로부터 형성되며, 1㎛ 및 50㎛ 사이의 두께와, 25㎛×25㎛ 및 250㎛×
250㎛ 사이의 크기를 갖는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 레벨 번인 기판. 

청구항 62 

웨이퍼 번인 기판을 제조하는 방법에 있어서, 

고 평면성 베이스를 제공하는 단계와,

상기 베이스의 하단에 대해 교호하는 도전층 및 유전체층 중 적어도 한 세트를 박층 처리하는 단계와, 

웨이퍼 레벨 번인 기판을 형성하도록, 상기 고 평면성 베이스의 상단 표면에 적어도 하나의 밸런싱층을 
박층 처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.  

청구항 63 

제62항에 있어서, 상기 교호층은 삽입 배치된 유전체층에 복수개의 중첩된 코플레이너 도전성 단편으로 
구성된 제1 신호층을 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법. 

청구항 64 

제62항에 있어서, 상기 베이스를 제공하는 단계는,

저 열 팽창 계수(CTE)를 갖는 금속 또는 금속 합금 구성의 제1 및 제2 층을 제공하는 단계와,

직선 피트당 0.01 인치 보다 작은 평면도를 갖도록, 상기 제1 및 제2 저 CTE 금속 또는 금속 합금층의 표
면을 기계식 처리하는 단계와,

저 CTE 베이스를 형성하도록, 상기 제1 및 제2 저 CTE 금속 또는 금속 합금을 박층 처리하는 단계를 포함
하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법. 

청구항 65 

제64항에 있어서, 사이에 구리층을 박층 처리함에 의해 상기 제1 및 제2 금속 합금층 서로를 박층 처리하
는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법. 

청구항 66 

제65항에 있어서, 상기 구리 박층 단계는, 유전체-구리-유전체 박층을 형성하도록, 상기 구리층의 상하단 
표면에 첫번째로 유전체 물질을 박층 처리한 후에, 상기 구리층에 대해 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금
층을 박층 처리하도록 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금층 사이에 상기 유전체-구리-유전체를 위치시키는 
것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.  

청구항 67 

제62항에 있어서, 상기 유전체층은 적어도 200℃의 Tg를 갖는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 

방법.   

청구항 68 

제66항에 있어서, 흡수된 접착제를 함유하는 다공성 폴리머의 상기 유전체층의 전체를 선택하는 단계를 
포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.  

청구항 69 

제68항에 있어서, 상기 다공성 폴리머는 다공성 폴리올레핀인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 
방법.  

청구항 70 

제68항에  있어서,  상기  다공성  폴리머는  플로로폴리머인  것을  특징으로  하는  웨이퍼  번인  기판  제조 
방법.  

청구항 71 

제70항에 있어서, 상기 다공성 플로로폴리머는 적어도 하나의 폴리테트라플로로에틸렌을 포함하는 것을 
특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.  

청구항 72 

제71항에 있어서, 상기 플로로폴리머는 확장 폴리테트라플로로에틸렌인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 
기판 제조 방법.  

청구항 73 
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제65항에 있어서, 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금층이 복합 두께 t1을 갖고, 상기 중간 삽입 구리층은 

두께 t2를 갖도록 선택하는 단계를 추가로 포함하며, 상기  t2에 대한 상기 t1의 비가 반도체 웨이퍼의 열 

팽창 계수와 부합하도록 선정되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.   

청구항 74 

제73항에 있어서, 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금층은 약 115mil 두께인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번
인 기판 제조 방법.  

청구항 75 

제73항에 있어서, ±3ppm/℃의 실리콘 웨이퍼에 부합하는 열 팽창 계수를 제공하도록, 상기 구리층 두께
에 대한 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금층 두께의 상기 비를 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 
하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.  

청구항 76 

제73항에 있어서, ±3ppm/℃의 게르마늄, 실리콘 게르마늄, 실리콘 카바이드, 갈륨, 아세나이드, 셀륨 또
는 텔륨으로부터 형성되는 웨이퍼와 부합하는 열 팽창 계수를 제공하도록 상기 두께 비를 선택하는 단계
를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.   

청구항 77 

제73항에 있어서, 상기 저 CTE  금속 또는 금속 합금층은 직선 피트당 0.001 인치와 동일하거나 보다 작
은 열 팽창 계수를 갖도록 기계식 처리되는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.  

청구항 78 

제73항에 있어서, 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금층에 대해 상기 구리층이 박층 처리되는 데 이용되는 
상기 유전체층은 선택 두께를 가지므로서, 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금층과 결합될 경우에, 상기 구
리층은 ±3ppm/℃의 반도체 웨이퍼의 열 팽창 계수에 부합하는 열 팽창 계수를 갖는 저 CTE 베이스를 제
공하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.

청구항 79 

제73항에 있어서, 두께가 25㎛ 및 250㎛ 사이가 되도록, 저 CTE 금속 또는 금속 합금층에 대한 상기 구리
층을 박층 처리하는 데 이용되는 상기 유전체층을 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 
번인 기판 제조 방법.

청구항 80 

제73항에 있어서, 상기 저 CTE 금속 또는 금속 합금층과 상기 구리층 전체의 두께가 10%가 되도록 상기 
구리층 두께를 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.

청구항 81 

제68항에 있어서, 접착제 충진제 혼합물이 주입되는 다공성 폴리머 메트릭스의 다공성 폴리머로서 선택하
는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.

청구항 82 

제81항에 있어서, 상기 충진제는 25wt% 및 90wt% 백분율 사이의 충진제를 포함하는 것을 특징으로 하는 
웨이퍼 번인 기판 제조 방법.

청구항 83 

제82항에 있어서, 상기 충진제는 30wt% 및 70wt% 백분율 사이의 유전체층을 포함하는 것을 특징으로 하는 
웨이퍼 번인 기판 제조 방법.

청구항 84 

제81항에 있어서, 상기 충진제는 비도전성 카본을 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 
방법.

청구항 85 

제84항에 있어서, 상기 비도전성 카본은 퍼네이스 블랙인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방
법.

청구항 86 

제81항에 있어서, 상기 충진제는 용융 실리콘의 증기 연소로부터 준비된 SiO2를 포함하는 것을 특징으로 

하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.

청구항 87 

제86항에 있어서, 상기 충진제 또한 비도전성 카본을 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제
조 방법.
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청구항 88 

제87항에 있어서, 상기 비도전성 카본은 퍼네이스 블랙인 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방
법.

청구항 89 

제81항에 있어서, 상기 충진제는 용융 티타늄 및 알루미늄의 증기 연소로부터 각각 준비되는 TiO 2 또는 

Al2O3를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.

청구항 90 

제81항에 있어서, 에폭시 수지, 아크릴 수지, 우레탄 수지, 실리콘 수지, 폴리아미드 수지 및 시아네이트 
에스테르 수지 중 적어도 하나를 접착제로서 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 번인 
기판 제조 방법.

청구항 91 

제81항에 있어서, 상기 접착제가 고온성 접착제의 혼합물로서 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 
하는 웨이퍼 번인 기판 제조 방법.

청구항 92 

제81항에 있어서, 상기 제1 및 제2 유전체층 물질이 적어도 200℃의 Tg를 갖는 것을 특징으로 하는 웨이퍼 

번인 기판 제조 방법.
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